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(57)【要約】
本発明の液晶表示装置（１００）は、第１の透明基板（
１０）の液晶層（２４）に対向する面に、複数の第１の
光吸収性樹脂層パターン（１）と、複数の金属層パター
ン（２）と、複数の第２の光吸収性樹脂層パターン（３
）と、透明樹脂層（５）と、複数の透明電極パターン（
６）とがこの順で積層され、複数の前記第１の光吸収性
樹脂層パターン（１）、複数の前記金属層パターン（２
）及び複数の前記第２の光吸収性樹脂層パターン（３）
は開口部が形成され、積層方向に見たときに同一形状に
形成されており、複数の前記金属層パターン（２）は、
互いに絶縁された状態で第１方向に並べて配置され、複
数の前記透明電極パターン（６）は、互いに絶縁された
状態で前記第１方向に直交する第２方向に並べて配置さ
れ、前記金属層パターン（２）は、銅を主材とする合金
層及び銅層の少なくとも一方を有し、かつ、タッチ駆動
電圧の周波数と液晶駆動電圧の周波数が異なる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液晶表示装置であって、
　表示基板と液晶層とアレイ基板とがこの順で積層された表示部と、
　前記表示部及びタッチセンシング機能を制御する制御部と、
　を備え、
　前記表示基板は、第１の透明基板の前記液晶層に対向する面に、開口部が形成された複
数の第１の光吸収性樹脂層パターンと、開口部が形成された複数の金属層パターンと、開
口部が形成された複数の第２の光吸収性樹脂層パターンと、透明樹脂層と、電気的に独立
した複数の透明電極パターンとがこの順で積層され、
　複数の前記第１の光吸収性樹脂層パターン、複数の前記金属層パターンおよび複数の前
記第２の光吸収性樹脂層パターンは、前記表示基板、前記液晶層および前記アレイ基板が
積層された積層方向に見たときに同一形状に形成されて重なり、
　複数の前記金属層パターンは、互いに絶縁された状態で前記積層方向に直交する第１方
向に並べて配置され、
　複数の前記透明電極パターンは、互いに絶縁された状態で前記積層方向および前記第１
方向にそれぞれ直交する第２方向に並べて配置され、
　それぞれの前記金属層パターンは、銅を主材とする合金層および銅層の少なくとも一方
を有し、
　前記アレイ基板は、第２の透明基板の前記液晶層に対向する面に、画素電極、薄膜トラ
ンジスタ、金属配線、および複数層の絶縁層を有し、
　前記タッチセンシング機能は、少なくとも、複数の前記透明電極パターンを定電位とし
、複数の前記透明電極パターンと複数の前記金属層パターンの間にタッチ駆動電圧を印加
して、前記金属層パターンと前記透明電極パターンと間の静電容量の変化を検出する機能
を含み、
　前記液晶層の駆動においては、複数の前記透明電極パターンを定電位とし、複数の前記
透明電極パターンと前記画素電極との間に液晶駆動電圧を印加して前記液晶層を駆動し、
かつ、前記タッチ駆動電圧の周波数と前記液晶駆動電圧の周波数が異なる液晶表示装置。
【請求項２】
　前記アレイ基板は、前記画素電極と、前記画素電極と接する前記絶縁層を介して、前記
液晶層とは反対側に配置される補助容量電極とを具備し、
　前記補助容量電極は、平面視において前記画素電極との重畳部と、前記補助容量電極の
前記画素電極からのはみ出し部を形成し、
　前記重畳部と前記はみ出し部は、前記開口部を２分する中央線から線対称に配置され、
　前記補助容量電極には、前記液晶駆動電圧と異なる電圧が印加される請求項１に記載の
液晶表示装置。
【請求項３】
　前記薄膜トランジスタは、ガリウム、インジウム、亜鉛、錫、ゲルマニウムのうちの２
種以上の金属酸化物を含むチャネル層を備える請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　それぞれの前記金属層パターンは、複数の層で構成され、
　複数の前記層の少なくとも１つが前記合金層である請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　それぞれの前記金属層パターンは前記合金層を有し、
　前記合金層に含まれる合金元素が、マグネシウム、カルシウム、チタン、モリブデン、
インジウム、錫、亜鉛、アルミニウム、ベリリウム、ニッケルから選択される１以上の元
素である請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　それぞれの前記金属層パターンは、複数の層で構成され、
　複数の前記層のうち最も前記第２の透明基板に近い層が、銅インジウム合金層である請
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求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　複数の前記透明電極パターン上に、抵抗率が前記透明電極パターンの抵抗率よりも小さ
い補助導体が具備されている請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記第１の光吸収性樹脂層パターンの前記開口部、前記金属層パターンの前記開口部お
よび前記第２の光吸収性樹脂層パターンの前記開口部には、赤層で形成された赤画素、緑
層で形成された緑画素、および青層で形成された青画素のいずれかが具備され、
　これら赤画素、緑画素および青画素は、前記積層方向において複数の前記金属層パター
ンと前記透明樹脂層との間に挿入され、かつ、前記積層方向に見たときにそれぞれが隣接
して配設される請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　前記液晶層が有する液晶分子は、負の誘電率異方性を持つとともに初期配向方向が垂直
方向である請求項１に記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タッチセンシング機能を液晶パネルに内蔵し、かつ、高い開口率と視認性の
優れた液晶表示装置に関わる。加えて本発明は、タッチセンシングに用いる電極に好適な
低抵抗の金属層パターンを用い、かつ、透過光の遮光性に優れ、金属層パターンの反射色
がほぼ黒色であるタッチセンシング電極を具備する液晶表示装置を提供できる。換言すれ
ば、本発明は、静電容量方式タッチセンシング機能を液晶セル内に内蔵するインセルと呼
称される液晶表示装置に関わる。
　本願は、２０１４年２月２８日に日本に出願された特願２０１４－０３８８２２号に基
づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶表示装置や有機ＥＬ表示装置には、明るい表示や低消費電力化のため、高い
開口率が求められている。これらの表示装置では、画素を区分して表示のコントラストを
向上させるために、通常、感光性樹脂に黒色色材としてカーボンなどを分散して形成した
ブラックマトリクスが用いられる。
【０００３】
（ブラックマトリクスの遮光性）
　表示のコントラストを確保する目的で画素を囲う形で配設されるブラックマトリクスは
、高い遮光性を得るため、通常、ガラスなど透明基板上に、カーボンなどの色材を樹脂に
分散させた黒色樹脂で１μｍ（マイクロメートル）以上の厚い膜厚に形成される。特に、
複数画素をマトリクス状に配した表示面の周囲の４辺にある額縁部、つまり額縁状のブラ
ックマトリクスには、透過測定での光学濃度にて、５以上、あるいは６以上の高い遮光性
が要求される。額縁部からは、バックライトユニットの光が漏れやすく、額縁部には、表
示面に形成されたブラックマトリクスよりも高い光学濃度が要求される。
【０００４】
（ブラックマトリクスの細線化）
　携帯電話など小型モバイル機器用の表示装置では、２００ｐｐｉ（ｐｉｘｅｌ　ｐｅｒ
　ｉｎｃｈ）以上、さらには３００ｐｐｉ以上の高精細化に伴い、ブラックマトリクスの
細線化が、高い遮光性とともに要求されている。ブラックマトリクスを高精細化すること
で、画素幅は３０μｍ以下と狭くなることから、ブラックマトリクスの膜厚に起因したカ
ラーフィルタの平坦性の悪化が露呈してきている。３００ｐｐｉ以上の高精細な表示装置
のブラックマトリクスは、細線の幅が４μｍ以下である必要がある。
【０００５】
　なお、例えば、ブラックマトリクスの遮光性が高いため、フォトリソグラフィの手法で



(4) JP WO2015/129057 A1 2015.9.3

10

20

30

40

50

４μｍ以下の細線のブラックマトリクスのパターンを安定して製造することは難しい。ブ
ラックマトリクスは、遮光性が高い場合には、露光時にブラックマトリクスの膜厚方向に
十分な光が入らないため、現像などの工程でブラックマトリクスが剥がれやすくなる。
　また、遮光性を向上させる目的で、細線の幅が４μｍ以下のブラックマトリクスをフォ
トリソグラフィの２回工程、つまり２層で形成することは、アライメントの観点できわめ
て難しい。ブラックマトリクスの２回工程での形成は、アライメントの誤差のために線幅
の変化や表示ムラの発生につながりやすい。
　カラーフィルタなどの一般的工程では、大型の透明基板上に複数画面を形成するため、
通常、±２μｍといったアライメントマージンが必要である。このため、ブラックマトリ
クスをフォトリソグラフィの２回の工程で形成することは、困難であった。
【０００６】
（表示装置でのタッチセンシング機能）
　ところで、液晶表示装置や有機ＥＬ表示装置に直接入力する手段として、これら表示装
置に静電容量方式のタッチパネルを貼り付ける手段や、表示装置の、例えば、液晶層に接
する部位にタッチセンシングに対応した素子を設ける手段などがある。タッチセンシング
に対応した素子を設ける手段は、インセル方式と呼称される。このインセル方式には、静
電容量方式や光センサを用いる方式などがある。
　表示装置自体で指やペンなどポインターでの入力可能なインセル方式でのタッチセンシ
ング技術には、静電容量方式が適用されることが多い。この静電容量方式では、特許文献
１から５に開示される、静電容量を検知するための２組の電極群が複数必要である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】日本国特許第２６５３０１４号公報
【特許文献２】日本国特表２００９－５４０３７５号公報
【特許文献３】日本国特許第４８１６６６８号公報
【特許文献４】国際公開第２０１３／０８９０１９号
【特許文献５】国際公開第２０１３／０１８７３６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ここで、特許文献１から５には以下に示すような問題がある。
　特許文献１には、段落〔００１８〕、〔００１９〕に開示されているように、Ａｌ（ア
ルミニウム）、Ｃｒ（クロム）などの金属による静電容量結合を利用して空間座標を入力
できる２組の電極群が開示されている。
　しかしながら、特許文献１の技術は、多くの欠点を抱えている。例えば、段落〔００１
９〕には、２組の遮光性の電極がブラックマトリクスとしての機能を果たすことが記載さ
れている。遮光性を持つ導電体はＡｌ、Ｃｒ等の金属と記載されているが、これらの金属
は高い光の反射率を有するため、明るい室内や太陽光のある戸外では反射光が目立ち、表
示品位を大きく低下させる。しかも特許文献１には、表示装置のコントラストを得るため
に多くの表示装置に適用されている黒色色材を用いた黒色層のパターンおよびカラーフィ
ルタと、前述の２組の電極と、についての表示装置の厚み方向での位置関係が開示されて
おらず、透過・反射を含むカラー表示についての十分な記載がない。
【０００９】
　さらに、Ａｌ（アルミニウム）は、アルカリ耐性を有しておらず、例えば、赤画素、緑
画素、および青画素を形成するフォトリソグラフィ工程（アルカリ現像液を用いる工程が
ある）との整合がとり難い。
　より具体的には、着色感光性樹脂を用いて、赤画素等の着色パターンをアルカリ現像す
る通常のカラーフィルタ工程では、アルカリ現像液にＡｌが溶解するため、カラーフィル
タ工程への適用が困難である。Ｃｒについては、パターン形成のため、ウエットエッチン
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グ工程を採用した場合には、Ｃｒイオンによる環境汚染が懸念される。ドライエッチング
工程を採用した場合には、使用するハロゲンガスの危険性等がある。
【００１０】
　特許文献２には、特許文献２の請求項１～請求項３、請求項３５、請求項４５、請求項
６０等に記載されているように、第１基板であるＴＦＴプレートの第２基板に対向する面
に、少なくとも１つのタッチ要素が配置される構成が提案されている。特許文献２の請求
項４には、ブラックマトリクスの裏配置された複数の金属タッチ感知電極の構成が記載さ
れている。
　特許文献２の技術の骨子は、特許文献１の請求項１～３にある程度記載されているが、
タッチセンシングに関わるタッチ要素の具体的構成を明示している点で、特許文献２の技
術は重要な技術である。なお、特許文献１の段落〔００１５〕のほかに、電荷検出による
ペン入力方式のための、電極手段がＡＭＬＣＤ（Ａｃｔｉｖｅ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｌｉｑｕ
ｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）の構成要素の役割を兼ねることが記載されてい
る。
【００１１】
　しかしながら、特許文献２の技術は、液晶表示装置の最適化が考慮されていなく、特に
透過率が考慮されていない。また、タッチセンシング時のノイズ低減に関わる技術の考慮
や、観察者から液晶表示装置を見た場合の視認性の改善が希薄である。
　加えて、ブラックマトリクスの裏配置された複数の金属タッチ感知電極に関して、ブラ
ックマトリクスのパターンと複数の金属タッチ感知電極のパターンの詳述がない。特許文
献２の図５７や図７２からは、ブラックマトリクスと符号Ｍ１で示される金属等のパター
ンは、大きさが異なると判断できる。特許文献２には、ブラックマトリクスと金属等のパ
ターンを同じ線幅で形成する技術は開示されていない。例えば、３００ｐｐｉ以上の画素
の高精細化についての具体的記述はない。
【００１２】
　また、これら符号Ｍ１で示される金属等のパターンと、タッチセンシングに用いるＩＴ
Ｏ２等の対向電極との静電容量が保持されている方法、および、タッチセンシング時のノ
イズ低下やＳ／Ｎ比の向上のための具体策が、特許文献２にはほとんど開示されていない
。さらに、例えば、図３６で示される構成では、ＩＴＯや金属ＢＭからの光反射が観察者
の眼に入射してしまうこと、図５７で示されるブラックマトリクスの反射率を下げて低反
射率を実現する視認性改善の技術は、特許文献２では考慮されていない。図５７の符号Ｍ
１の液晶に反射する反射光（液晶セル内での再反射）も考慮されていない。
　特許文献２の技術は、液晶表示装置として機能するための透過率、観察者の視認性、タ
ッチセンシング時のノイズ低下やＳ／Ｎ比の観点から、十分な技術となっていない。
【００１３】
　特許文献３には、液晶表示装置の液晶層の近傍に配置される共通電極に印加される表示
用駆動電圧をタッチセンサ用駆動信号として用いる技術が開示されている。特許文献３の
図４、図５、図７、および図８にも開示されるように、共通電極は検出電極より、指等の
ポインターから遠い位置に配置され、共通電極に駆動信号（駆動電極）が印加される。
　特許文献３には、指等ポインターにより近い位置に配置される電極をタッチセンシング
に関わる駆動電極として用いる構成は開示されていない。さらに、タッチに関わる駆動電
極を、観察者に近い位置から順に光吸収性樹脂層、および銅合金を積層して構成する技術
も開示されていない。特許文献３の技術は、液晶表示装置として機能するための透過率、
観察者の視認性、タッチセンシング時のノイズ低下やＳ／Ｎ比の観点から最適化されてい
ない。
【００１４】
　特許文献４には、特許文献４の請求項１に示されるように、同一平面上に隣接して配設
される第１のユニット電極と第２のユニット電極による静電容量方式のタッチパネル基板
が開示されている。例えば、特許文献４の図３（ａ）、（ｂ）に、絶縁性遮光層６上に導
電層７が積層される構成が開示されている。
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　さらに図３（ａ）のＡ－Ａ’断面図である図１に示されるように、絶縁性遮光層６の形
成されていない部分と、図３（ａ）のＢ－Ｂ’断面図である図２に示されるように絶縁性
遮光層６上に導電層７の形成されている部分が、それぞれ含まれていることが開示されて
いる。
　特許文献４の図２では、絶縁性遮光層６の幅が広いため画素の開口部の開口率を低下さ
せる問題がある。逆に、図１では、導電層７が、透明絶縁基板を介して視認されるため、
導電層７の反射光が観察者の目に入り、視認性を大きく低下してしまう問題がある。また
、特許文献４の段落〔００７１〕に記載されているように、導電層７はコンタクトホール
を介して、可視光を透過させる位置検出電極９と電気的に接続する役割を持ち、導電層７
が静電容量による検出を行う役割を有していない。
【００１５】
　特許文献４には、透明絶縁性基板の液晶と接する面に、例えば、透明樹脂層などの絶縁
層を介して、位置検出電極９であるセンス電極とドライブ電極を直交させて積層する構成
は開示されていない。加えて、絶縁性遮光層６と導電層７を、平面視、同一形状及び同一
寸法で形成する技術は開示されていない。
　特許文献４に開示される技術は、コンタクトホール形成も含め、構成が極めて複雑であ
る問題を抱えている。開口率の観点からも、特許文献４では視認性の良好なタッチパネル
基板を提案しているとは言えない。
【００１６】
　特許文献５では、Ｉｎ、Ｇａ、Ｚｎから選択される元素を含む酸化物層を、アクティブ
素子の半導体層として用いて、画像データを書き込む第１の期間と、検出対象物位置の検
出のセンシングを行う第２の期間からなる１フレーム期間を備える表示装置が開示されて
いる。
位置検出部には、複数の第１電極と複数の第２電極が交差するように設けられている。特
許文献５の図４あるいは図２４に示されるように、平面視において、複数の第１電極およ
び複数の第２電極はそれぞれ隣接し、特許文献５の請求項３に記載されているように隣接
する箇所で、容量で結合されている。
　図２には、特許文献５の技術に関わるＴＦＴ基板の、平面視、水平方向と垂直方向に配
列される画素配列が示され、図４および図２４には、約４５度方向にスリットで分割され
た菱形形状の第１電極、第２電極が開示されている。
【００１７】
　特許文献５の技術では、画素電極形状と、上記菱形形状の第１電極、第２電極の平面視
の位置整合の状態が不明である。さらに、約４５度方向にスリットで分割された第１電極
、第２電極を、共通電極Ｃｏｍとして用いたときの、最適な液晶の開示がない。垂直配向
の液晶を想定したときに、約４５度方向のスリットが、例えば、液晶配向や液晶の透過率
に好ましくない影響を与えると判断される。特許文献５の段落〔０１４３〕、〔０１４４
〕、また、図１３に示されるように、導電層２７とブリッジ電極７は、同じ金属層から形
成される。しかしながら、第１電極あるいは第２電極の一方を金属層とブラックマトリク
スの２層で構成する技術は開示されていない。例えば、同一形状及び同一寸法を有する光
吸収性樹脂層パターンと金属層パターンとが積層されるタッチセンシング用の駆動電極は
開示されていない。
【００１８】
　以上のような状況を鑑み、タッチセンシング機能を持つ液晶表示装置には、例えば、以
下に示す性能が望まれている。すなわち、指やペンなどポインターのタッチセンシング時
のノイズを減らすために、静電容量方式における上記２組の複数の電極群が低い抵抗値を
もつことが望まれている。特に、複数の電極群は指などポインターにより近い位置にあり
、かつ、タッチセンシングに関わる駆動電極（走査電極）の抵抗値は、駆動電圧の波形の
なまりを防ぐため、低いことが要請される。また、駆動電極と直交する検出電極の抵抗値
も低いことが望ましい。
【００１９】
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　また、表示装置に適用するための前記複数の電極群の表面は、反射率が低いことが必要
である。太陽光など明るい外光が表示装置の表示面に入射したときに、前記複数の電極群
の光反射率が高いと（反射率が低くないと）、大きく表示品位を低下することになる。例
えば、アルミニウムやクロムの単層で、あるいはこれらの金属と酸化クロムの２層構成で
、１組の電極群を形成したときは、外光の反射率が大きく、表示の視認性を損なってしま
う。液晶表示装置のアレイ基板の裏面に具備されるバックライトユニットからの再反射光
を少なくするために、複数の電極群の表面の反射率が低いことが望ましい。
　以下に示す本発明の実施形態における構成では、開口率の高い駆動電極と、透過率を確
保できる検出電極（透明電極）と、縦電界で駆動する垂直配向の液晶層をその厚さ方向の
全体にわたり活用することで液晶表示の透過率を高くしている。
【００２０】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、本発明の第１の目的は、タッチセ
ンシング機能を内蔵させながらも、開口率を向上させるとともに外観、黒色でかつ低抵抗
の駆動電極を持ち、視認性良く、透過率（開口率）の高い液晶表示装置を提供することで
ある。
　また本発明の第２の目的は、指などポインターの位置検出についての性能が高い液晶表
示装置を、簡単な構成で、かつ、高い精度で提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　上記課題を解決するために、この発明は以下の手段を提案している。
　本発明の一態様の液晶表示装置であって、表示基板と液晶層とアレイ基板とがこの順で
積層された表示部と、前記表示部及びタッチセンシング機能を制御する制御部と、を備え
、前記表示基板は、第１の透明基板の前記液晶層に対向する面に、開口部が形成された複
数の第１の光吸収性樹脂層パターンと、開口部が形成された複数の金属層パターンと、開
口部が形成された複数の第２の光吸収性樹脂層パターンと、透明樹脂層と、電気的に独立
した複数の透明電極パターンとがこの順で積層され、複数の前記第１の光吸収性樹脂層パ
ターン、複数の前記金属層パターンおよび複数の前記第２の光吸収性樹脂層パターンは、
前記表示基板、前記液晶層および前記アレイ基板が積層された積層方向に見たときに同一
形状に形成されて重なり、複数の前記金属層パターンは、互いに絶縁された状態で前記積
層方向に直交する第１方向に並べて配置され、複数の前記透明電極パターンは、互いに絶
縁された状態で前記積層方向および前記第１方向にそれぞれ直交する第２方向に並べて配
置され、それぞれの前記金属層パターンは、銅を主材とする合金層および銅層の少なくと
も一方を有し、前記アレイ基板は、第２の透明基板の前記液晶層に対向する面に、画素電
極、薄膜トランジスタ、金属配線、および複数層の絶縁層を有し、前記タッチセンシング
機能は、少なくとも、複数の前記透明電極パターンを定電位とし、複数の前記透明電極パ
ターンと複数の前記金属層パターンの間にタッチ駆動電圧を印加して、前記金属層パター
ンと前記透明電極パターンと間の静電容量の変化を検出する機能を含み、前記液晶層の駆
動においては、複数の前記透明電極パターンを定電位とし、複数の前記透明電極パターン
と前記画素電極との間に液晶駆動電圧を印加して前記液晶層を駆動し、かつ、前記タッチ
駆動電圧の周波数と前記液晶駆動電圧の周波数が異なる。
【００２２】
　本発明の一態様の液晶表示装置においては、前記アレイ基板は、前記画素電極と、前記
画素電極と接する前記絶縁層を介して、前記液晶層とは反対側に配置される補助容量電極
とを具備し、前記補助容量電極は、平面視において前記画素電極との重畳部と、前記補助
容量電極の前記画素電極からのはみ出し部を形成し、前記重畳部と前記はみ出し部は、前
記開口部を２分する中央線から線対称に配置され、前記補助容量電極には、前記液晶駆動
電圧と異なる電圧が印加されることが好ましい。
【００２３】
　本発明の一態様の液晶表示装置においては、前記薄膜トランジスタは、ガリウム、イン
ジウム、亜鉛、錫、ゲルマニウムのうちの２種以上の金属酸化物を含むチャネル層を備え
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ることが好ましい。
【００２４】
　本発明の一態様の液晶表示装置においては、それぞれの前記金属層パターンは、複数の
層で構成され、複数の前記層の少なくとも１つが前記合金層であることが好ましい。
【００２５】
　本発明の一態様の液晶表示装置においては、それぞれの前記金属層パターンは前記合金
層を有し、前記合金層に含まれる合金元素が、マグネシウム、カルシウム、チタン、モリ
ブデン、インジウム、錫、亜鉛、アルミニウム、ベリリウム、ニッケルから選択される１
以上の元素であることが好ましい。
【００２６】
　本発明の一態様の液晶表示装置においては、それぞれの前記金属層パターンは、複数の
層で構成され、複数の前記層のうち最も前記第２の透明基板に近い層が、銅インジウム合
金層であることが好ましい。
【００２７】
　本発明の一態様の液晶表示装置においては、複数の前記透明電極パターン上に、抵抗率
が前記透明電極パターンの抵抗率よりも小さい補助導体が具備されていることが好ましい
。
【００２８】
　本発明の一態様の液晶表示装置においては、前記第１の光吸収性樹脂層パターンの前記
開口部、前記金属層パターンの前記開口部および前記第２の光吸収性樹脂層パターンの前
記開口部には、赤層で形成された赤画素、緑層で形成された緑画素、および青層で形成さ
れた青画素のいずれかが具備され、これら赤画素、緑画素および青画素は、前記積層方向
において複数の前記金属層パターンと前記透明樹脂層との間に挿入され、かつ、前記積層
方向に見たときにそれぞれが隣接して配設されることが好ましい。
【００２９】
　本発明の一態様の液晶表示装置においては、前記液晶層が有する液晶分子は、負の誘電
率異方性を持つとともに初期配向方向が垂直方向であることが好ましい。
【００３０】
　以下、タッチセンシングに関わる電極を、検出電極と駆動電極を合わせてタッチ電極と
呼称する。
　駆動電極は、以下に詳述するように、第１の光吸収性樹脂層と金属層と第２の光吸収性
樹脂層との３層構成を有する。以下の記載では、上記３層構成の駆動電極を黒色電極、ま
た、黒色電極のパターンを黒色パターンと呼称することがある。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明の一態様は、開口率を上げることで、例えば、透過率を向上させ、視認性を向上
させた液晶表示装置を提供することができる。また本発明の一態様によれば、例えば、指
などポインターの位置検出についての性能が高く、かつ、抵抗値が小さく低反射率である
黒色電極を具備する液晶表示装置を提供することができる。
　また、本発明の一態様は、金属層パターン上に第２の光吸収性樹脂層パターンが具備さ
れるため、液晶セル内での光の再反射を防ぐことができる。例えば、アレイ基板の第２の
透明基板での複数の金属配線（ソース線、ゲート線などを含む）が、銅やアルミニウムな
どの金属配線である場合、第１の透明基板に配設される金属層パターン間での光の再反射
や乱反射を防ぐことができる。薄膜トランジスタが、光に対し感度を持っている場合、こ
の薄膜トランジスタに再反射した光が入射することを緩和できる。
　加えて、本発明の一態様は、高精細化された画素サイズまで柔軟に対応できるタッチ電
極を提案しており、外付けのタッチパネルと異なり、ペン入力にも対応できる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の第１実施形態の液晶表示装置のブロック図である。
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【図２】本発明の第１実施形態の液晶表示装置の表示部における側面の断面図である。
【図３】本発明の第１実施形態の液晶表示装置の黒色電極の平面図である。
【図４】本発明の第１実施形態の液晶表示装置の黒色電極および透明電極パターンの平面
図である。
【図５】本発明の第１実施形態の液晶表示装置のアレイ基板の１つの画素を拡大して示す
平面図である。
【図６】従来の液晶表示装置の表示部を電気力線とともに模式的に示す断面図である。
【図７】従来の液晶表示装置の表示部を等電位線とともに模式的に示す断面図である。
【図８】従来の液晶表示装置の表示部の変形例を等電位線とともに模式的に示す断面図で
ある。
【図９】本発明の第１実施形態の液晶表示装置の要部の位置関係を示す平面図である。
【図１０】本発明の第１実施形態の液晶表示装置の要部の位置関係を示す平面図である。
【図１１】本発明の第１実施形態の液晶表示装置の液晶表示装置用基板の製造方法を示す
フローチャートである。
【図１２】本発明の第１実施形態の液晶表示装置のタッチ電極の作用を説明する断面図で
ある。
【図１３】本発明の第１実施形態の液晶表示装置のタッチ電極の作用を説明する断面図で
ある。
【図１４】本発明の第２実施形態の表示部における側面の断面図である。
【図１５】本発明の第２実施形態の表示部の平面図である。
【図１６】図１５中の切断線Ａ１－Ａ１の断面図である。
【図１７】図１５中の切断線Ａ２－Ａ２の断面図である。
【図１８】本発明の第４実施形態の表示部における側面の断面図である。
【図１９】本発明の第４実施形態の表示部の作用を説明する断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について説明する。なお、以下の説明にお
いて、同一又は実質的に同一の機能および構成要素については、同一の符号を付し、説明
を省略するか又は必要な場合のみ説明を行う。
　各実施形態においては、特徴的な部分について説明し、例えば、通常の表示装置の構成
要素と差異のない部分などについては説明を省略する。また各実施形態は、液晶表示装置
を主たる例として説明するが、各実施形態でも部分的に記載していることがあるように、
有機ＥＬ表示装置のような他の表示装置についても同様に適用可能である。
【００３４】
（第１実施形態）
　以下、本発明に係る液晶表示装置の第１実施形態を、図１から図１３を参照しながら説
明する。なお、以下の全ての図面においては、図面を見やすくするため、各構成要素の厚
さや寸法の比率は適宜異ならせてある。
【００３５】
　図１に示すように、本実施形態の液晶表示装置１００は、表示部１１０と、表示部１１
０及びタッチセンシング機能を制御するための制御部１２０とを備えている。
　図２に示すように、表示部１１０は、液晶表示装置用基板（表示基板）２２と液晶層２
４とアレイ基板２３とが、液晶表示装置用基板２２、液晶層２４、アレイ基板２３の順で
積層されて構成され、ノーマリブラックモードで表示を行う。すなわち、表示部１１０は
、液晶表示装置用基板２２の後述する第１の透明基板１０と、アレイ基板２３の後述する
第２の透明基板２０とを液晶層２４を介して向かい合うように貼り合わせて構成されてい
る。
　なお、「向かい合う」とは、それぞれ透明基板１０、２０の後述する金属層パターン２
などのタッチ電極が形成された面と、後述する画素電極２５や薄膜トランジスタ４５など
の機能素子などが形成された面とが向かい合うことを意味する。液晶表示装置用基板２２
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、液晶層２４およびアレイ基板２３が積層された方向を、積層方向Ｚ（垂直方向）とする
。
【００３６】
（液晶表示装置用基板の概略構成）
　液晶表示装置用基板２２は、第１の透明基板１０の液晶層２４に対向する主面（面）１
０ａに、複数の第１の光吸収性樹脂層パターン１と、複数の金属層パターン２と、複数の
第２の光吸収性樹脂層パターン３と、透明樹脂層５と、複数の透明電極パターン６とが、
複数の第１の光吸収性樹脂層パターン１、複数の金属層パターン２、複数の第２の光吸収
性樹脂層パターン３、透明樹脂層５、および複数の透明電極パターン６の順で積層して構
成されている。前述したように、光吸収性樹脂層パターン１、３、および光吸収性樹脂層
パターン１、３で挟持された金属層パターン２で黒色電極４を構成する。
　第１の透明基板１０としては、例えば、ガラス基板が用いられる。
　図３に示すように、複数の第１の光吸収性樹脂層パターン１、複数の金属層パターン２
および複数の第２の光吸収性樹脂層パターン３は、積層方向Ｚに平行に見たときに（平面
視において）同一形状に形成されて、一部がずれることなく完全に重なっている。
　すなわち、複数の第１の光吸収性樹脂層パターン１、複数の金属層パターン２および複
数の第２の光吸収性樹脂層パターン３は、同一寸法を有する。
　複数の第１の光吸収性樹脂層パターン１、複数の金属層パターン２、複数の第２の光吸
収性樹脂層パターン３、および複数の第１の光吸収性樹脂層パターン１と複数の金属層パ
ターン２と複数の第２の光吸収性樹脂層パターン３とが重ねられた複数の黒色電極４の形
状は互いに等しいため、以下では、複数の金属層パターン２の形状で代表して説明する。
【００３７】
（金属層パターン）
　一つの金属層パターン２には、積層方向Ｚに直交する第１方向Ｘに６個の画素開口部（
開口部）２ａが並べて形成され、積層方向Ｚおよび第１方向Ｘにそれぞれ直交する第２方
向Ｙに、例えば、４８０個の画素開口部２ａが並べて形成されている。これら第１方向Ｘ
、第２方向Ｙは、第１の透明基板１０の主面１０ａに沿う方向である。複数の金属層パタ
ーン２は、互いに電気的に絶縁された状態で第１方向Ｘに並べて配置されている。それぞ
れの金属層パターン２は、第２方向Ｙに延びている。
　画素開口部２ａは、例えば、少なくとも２辺が平行である多角形状とすることができる
。
　２辺が平行である多角形状として、長方形、六角形、Ｖ字形状（ｄｏｇｌｅｇｇｅｄ　
ｓｈａｐｅ）などが例示できる。これら多角形画素の周囲を囲う額縁形状として、電気的
に閉じた形状とすることができる。これらパターン形状は、平面視において、電気的に閉
じたパターンであるか、一部を開放した（外観的に、つながっていない部分を設ける）パ
ターンであるかによって、液晶表示装置周辺の電気的ノイズの拾い方が変わる。あるいは
、金属層パターン２のパターン形状や面積によって、液晶表示装置周辺の電気的ノイズの
拾い方が変わる。
【００３８】
　それぞれの金属層パターン２は、銅を主材とする合金層および銅層の少なくとも一方を
有している。ここで言う銅を主材とする合金層とは、合金層中に重量比率で銅が５０％よ
りも多く含まれている合金層を意味する。また、銅層は純粋な銅により形成された層を意
味する。
　金属層パターン２を合金層の薄膜で形成する場合、膜厚（厚さ、積層方向Ｚの長さ）を
１００ｎｍ（ナノメートル）以上、あるいは１５０ｎｍ以上とすると、金属層パターン２
は、可視光をほとんど透過しなくなる。したがって、本実施形態に関わる金属層パターン
２の膜厚は、例えば、１００ｎｍから２００ｎｍ程度であれば十分な遮光性を得ることが
できる。なお、後述するように、金属層パターン２の積層方向Ｚの一部を、酸素を含む金
属層として形成することができる。
【００３９】
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　それぞれの金属層パターン２は、複数の層で構成されていてもよい。この場合、複数の
層の少なくとも１つが合金層である。なお、金属層パターン２は単一の層で構成されてい
てもよい。
　それぞれの金属層パターン２が合金層を有している場合には、合金層に銅以外に含まれ
る合金元素は、マグネシウム、カルシウム、チタン、モリブデン、インジウム、錫、亜鉛
、アルミニウム、ベリリウム、ニッケルから選択される１以上の元素であることが好まし
い。このように構成することで、金属層パターン２と、ガラス基板や樹脂（例えば、光吸
収性樹脂層）との密着性を高めることができる。銅は耐アルカリ性に優れ、電気抵抗の小
さい優れた導体であるが、ガラスや樹脂に対する密着性が十分でない。銅を合金化して銅
を主材とする合金層とすることで、金属層パターン２とガラス基板や樹脂との密着性を改
善できる。
【００４０】
　合金層において銅に合金元素を添加する量は、３ａｔ％以下であれば、合金層の抵抗値
が大きく上がらないので好ましい。銅に合金元素を添加する量は、０．２ａｔ％以上であ
れば、合金層の薄膜とガラス基板などとの密着性が向上する。本実施形態を含み、以下の
実施形態の金属層パターン２を形成する金属は、以下の記載において特に説明をしない場
合は、マグネシウム１ａｔ％の合金層（マグネシウム以外は銅）としている。マグネシウ
ム１ａｔ％の合金層の抵抗値は、銅単体の抵抗値と大きく変わらない。
　合金層は、例えば、スパッタリング法を用いた真空成膜で形成することができる。合金
元素は、合金層の積層方向Ｚに濃度勾配が生じるように銅に添加されも良い。合金層の積
層方向Ｚの中央部分は、９９．８ａｔ％以上、銅であっても良い。金属層パターン２の積
層方向Ｚにおいて、第１の光吸収性樹脂層パターン１と接触する面における合金元素の量
を、あるいは、第１の光吸収性樹脂層パターン１と接触する面とは反対側の面（第２の光
吸収性樹脂層パターン３と接触する面）における合金元素の量を、金属層パターン２の積
層方向Ｚの中央部分における合金元素の量よりも高くなる濃度勾配が生じても良い。
【００４１】
　また、合金層の成膜工程においては、合金層における第１の光吸収性樹脂層パターン１
と接触する面を起点として、例えば、積層方向Ｚに２ｎｍから２０ｎｍの範囲の接触層で
は、成膜時に酸素を導入して、酸素を含む層とすることができる。成膜時の酸素の導入量
は、アルゴンなどのベースガスの導入量に対して、例えば、１０％とすることができる。
この接触層は、例えば、５ａｔ％以上の酸素を含むことで、接触層を有する金属層パター
ン２の密着性を向上できる。
　ベースガス中の酸素の含有量を１５ａｔ％から１５ａｔ％を超える値としても、密着性
は向上しなくなる。この合金層の接触層を含む金属層パターン２の合計膜厚は、例えば、
１０２ｎｍから３２０ｎｍとすることができる。酸素を含む接触層を、金属層パターン２
の表面に形成することで、金属層パターン２自体の反射率も低下させることができ、黒色
電極４としての低反射効果を増長できる。
【００４２】
　なお、ニッケルは、ニッケルを４ａｔ％以上含む銅－ニッケル合金として、本発明の実
施形態に適用できる。例えば、ニッケルを４ａｔ％以上含む銅－ニッケル合金を、まず、
５ｎｍから２０ｎｍの膜厚で、酸素を５ａｔ％以上意図的に含ませて形成する。さらに、
銅－ニッケル合金を、酸素を実質含まない１００ｎｍから３００ｎｍ程度の膜厚で積層す
ることで、反射率が３０％以下のタッチセンシング用の電極を形成できる。
　銅－ニッケル合金に酸素を５ａｔ％以上含有させることで、銅－ニッケル合金の表面に
おける反射光が黒色となる。第１の光吸収性樹脂層パターン１を第１の透明基板１０と、
銅－ニッケル合金である金属層パターン２との界面に挿入することで、黒色電極４の反射
率を２％以下にすることができる。
　液晶表示装置用基板２２では、表示面側、すなわち第１の透明基板１０から見れば、黒
色電極４が低反射のブラックマトリクスの役目を担う。
【００４３】
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　また、本発明の実施形態の構成では、金属層パターン２は、それぞれ画素の周囲を囲う
額縁形状、あるいはマトリクス形状に細線で形成するので、金属層パターン２のエッジに
付随する静電容量（フリンジ容量、図１２参照）を増やすことができる。このとき、金属
層パターン２と直交する広幅ストライプ形状の透明電極パターン６は、定電位とすること
ができる。定電位は、０（ゼロ）ボルト、グランドに接地されたときの電位、あるいは正
負いいずれかにオフセットさせた一定の電位を含む。定電位の透明電極パターン６と、金
属層パターン２との間に矩形波や交流電圧での検出駆動電圧を印加して金属層パターン２
ごとのフリンジ容量（フリンジ容量の変化）を検出する。指などのポインターＰのタッチ
によりフリンジ容量（フリンジ部分に付随して発生する静電容量）は、図１３の模式図に
示すように大きく減少する。つまり、指などのタッチ前後の静電容量を引き算する（変化
を検出する）ことで、大きなフリンジ容量の差（静電容量の変化）を得ることが可能とな
り、タッチセンシングでのＳ／Ｎ比を大きく向上できる。本発明では、検出するフリンジ
容量の変化が大きいため、例えば、低い駆動電圧とし、高い駆動電圧の場合より浮遊容量
の影響を小さくできる。
　なお、交流電圧や矩形波による電圧にオフセットをかける（バイアス電圧を与える）場
合、定電位は、交流電圧などの中央値の電圧とすることができる。このため、定電位は０
（ゼロ）ボルトに限定されない。低い駆動電圧とすることで、消費電力を削減できる。
【００４４】
　例えば、２種類の金属層パターン２（黒色電極４）を用いて、タッチセンシング時の静
電容量の演算（引き算）を行って、ノイズ補償を行うことができる。例えば、２種類の金
属層パターン２は、２種類の金属層パターン２のそれぞれフリンジの長さを変え、かつ、
金属層パターン２の面積を等しくする。この２種類の金属層パターン２でのフリンジ容量
の差を引き算することで金属層パターン２に付随するノイズをキャンセルすることができ
る。それぞれの金属層パターン２の面積は、例えば、表示部の外側のベゼル部分（額縁部
分）などの形状で調整できる。金属層パターン２の形状は、液晶表示装置に外部より入る
混信ノイズ（以下、外部ノイズ）の影響を軽減するため、パターンの大きさや形状を調整
できる。金属パターン２の一部を開放系（平面視のパターンとしてつながらない部分を設
ける）としても良い。タッチセンシングの駆動周波数を、主要な外部ノイズの平均周波数
と異なる周波数とすることが好ましい。
　例えば、上記した特許文献４の図１１に示される、互いに隣接し、同一平面上に配設さ
れる２組のタッチ電極構造では、本発明の実施形態のように大きなフリンジ容量の差、あ
るいはタッチセンシグ前後の静電容量の変化を得ることが難しく、かつ、高精細画素での
ペン入力対応が難しい。
【００４５】
　各金属層パターン２は、図３に示すように、例えば、第１方向Ｘに６個の画素開口部２
ａを単位として区分されている。各金属層パターン２は、互いに電気的に絶縁された状態
になるように、すなわち、互いに電気的に独立するように第１方向Ｘに並べて配置され、
パターニン形成されている。第１方向Ｘに隣り合う金属層パターン２の間には、隙間であ
る離間部１５が形成されている。
　金属層パターン２が、例えば、第１方向Ｘに３２０個並べられることで、液晶表示装置
用基板２２の画素数は１９２０×４８０となる。区分する画素単位は、タッチセンシング
の精度や使用目的に応じて調整できる。
　金属層パターン２は、タッチセンシングで発生する静電容量の変化を検出する検出電極
として、あるいは、タッチセンシングの駆動電極（走査電極）として用いることができる
。なお以下では、主に駆動電極として用いる場合について説明する。
【００４６】
　複数の第１の光吸収性樹脂層パターン１、複数の第２の光吸収性樹脂層パターン３、複
数の黒色電極４にも金属層パターン２と同じように、画素開口部（開口部）１ａ、画素開
口部（開口部）３ａ、画素開口部４ａがそれぞれ形成されている。第１方向Ｘに隣り合う
第１の光吸収性樹脂層パターン１、第２の光吸収性樹脂層パターン３、黒色電極４の間に
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は、離間部１５がそれぞれ形成されている。第１方向Ｘに隣り合う第１の光吸収性樹脂層
パターン１、第２の光吸収性樹脂層パターン３、黒色電極４は、それぞれが電気的に絶縁
されている。
　画素開口部４ａにおいては、画素開口部１ａ、画素開口部２ａおよび画素開口部３ａが
積層方向Ｚに重ねられている。
　複数の黒色電極４は、図２に示すように第１の透明基板１０と透明樹脂層５との界面に
配置されている。
【００４７】
（光吸収性樹脂層パターン）
　第１の光吸収性樹脂層パターン１および第２の光吸収性樹脂層パターン３は、例えば、
電気的には絶縁体である。光吸収性樹脂層パターン１、３が有する光吸収性の主な黒色色
材として、カーボン、カーボンナノチューブ（以下、「ＣＮＴ」と称する）、金属微粒子
などを用いることができる。第１の光吸収性樹脂層パターン１の膜厚方向にカーボンやＣ
ＮＴの濃度を変えても良い。第１の光吸収性樹脂層パターン１を、カーボンを主たる光吸
収材とする光吸収樹脂層と、ＣＮＴを主たる光吸収材とする光吸収性樹脂層との２層構成
としても良い。黒色色材には、色調整のため種々の有機顔料を添加しても良い。カーボン
を「主たる光吸収材」として用いることは、黒色色材の顔料の重量比率でカーボンが５１
％以上であることを意味する。第１の光吸収性樹脂層パターン１は、観察者に光が反射す
るのを防止する。観察者の眼には、第１の光吸収性樹脂層パターン１は「黒」色と視認さ
れる。
【００４８】
　第１の光吸収性樹脂層パターン１の透過測定での光学濃度は、例えば、２未満とするこ
とができる。例えば、第１の光吸収性樹脂層パターン１の透過測定による厚さ１μｍあた
りの光学濃度が、０．４以上１．８以下であり、かつ、第１の光吸収性樹脂層パターン１
の膜厚が０．１μｍ以上０．８μｍ以下であることが好ましい。必要に応じ、光学濃度や
膜厚は、前述の数値範囲外に設定できるが、第１の透明基板１０と第１の光吸収性樹脂層
パターン１の界面での光反射率が２％未満となるように、第１の光吸収性樹脂層パターン
１の厚さ１μｍあたりのカーボン量を調整することが好ましい。
　界面での光反射率が２％を超えてくると、ノーマリーブラックの液晶表示装置における
表示画面の黒の色と、額縁（ベゼル）の色（通常、黒色）との目視での色の差を生じる。
意匠性の観点から、第１の透明基板１０と第１の光吸収性樹脂層パターン１の界面での光
反射率が２％未満となるように、黒色色材の色やカーボン量を調整することが望ましい。
また、黒色色材の濃度を光吸収性樹脂層の膜厚方向に変えても良いし、光吸収性樹脂層を
黒色色材の濃度の異なる複数の層で形成しても良い。また、光吸収性樹脂層を、屈折率が
互いに異なる樹脂による複数の層で形成しても良い。光吸収性樹脂層に用いる樹脂の屈折
率は低いことが望ましい。
【００４９】
　第１の光吸収性樹脂層パターン１の光学濃度や色調は、カーボンなどの黒色色材、ある
いは、カーボンに複数の有機顔料を加える量で調整できる。金属層パターン２からの反射
光が増えない範囲で、第１の光吸収性樹脂層パターン１に含まれるカーボン量を少なくす
ることで、第１の透明基板１０と第１の光吸収性樹脂層パターン１との界面における反射
光を減らし、視認性を向上することができる。
　例えば、第２の光吸収性樹脂層パターン３は、感光性の黒色塗布液を、金属層が形成さ
れた第１の透明基板１０に塗布して所望のパターンに露光、現像し、さらに熱処理などで
硬膜して得ることができる。第２の光吸収性樹脂層パターン３の塗布時の膜厚は、後述す
るドライエッチング工程での膜減りをあらかじめ考慮して、目標とする膜厚より厚めに形
成する。
　感光性の黒色塗布液は、例えば、有機溶剤と光架橋可能なアクリル樹脂と開始剤、およ
び／あるいは加熱硬化による硬化剤とを混合した混合材料にカーボンなどを分散して作製
される。
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　光による開始剤を含有させず、加熱硬化による硬化剤のみを添加して、熱硬化タイプの
黒色塗布液を作製することができる。本発明の実施形態におけるカーボンが主たる黒色色
材とは、全顔料比率でカーボンが５１重量％を超える比率で添加されている黒色塗布液を
言う。
【００５０】
　第２の光吸収性樹脂層パターン３も第１の光吸収性樹脂層パターン１と同様に、膜厚方
向に濃度を変えたり、層構成を変えたりすることができる。
　第２の光吸収性樹脂層パターン３は、例えば、図４に示される端子部６１の一部である
領域Ｃにおいて、端子部６１の部分のみ除去することが好ましい。端子部６１での第２の
光吸収性樹脂層パターン３の除去は、透明樹脂層５とともに、ドライエッチングで除去し
、さらに、透明電極パターン６（ＩＴＯなどの導電膜）を積層して端子カバーを積層する
ことができる。
【００５１】
　黒色電極４の膜厚、すなわち第１の光吸収性樹脂層パターン１、金属層パターン２およ
び第２の光吸収性樹脂層パターン３の３層の合計の膜厚は、薄いことが望ましい。黒色電
極４の膜厚が薄い場合、表面の凹凸や突起を小さくし、例えば、液晶の配向不良などを抑
えることができる。例えば、第１の光吸収性樹脂層パターン１の膜厚を７００ｎｍとし、
金属層パターン２の膜厚を１８０ｎｍとし、第２の光吸収性樹脂層パターン３の膜厚を４
００ｎｍとすることができる。このときの黒色電極４の全体の膜厚は１２８０ｎｍ（１．
２８μｍ）となる。黒色電極４の厚さが薄いと、後述する赤層、緑層、および青層などの
着色層を積層するカラーフィルタが平坦になりやすい。
　本発明に関わる黒色電極４は、遮光性の高い金属層パターン２をその構成に用いるため
、光吸収性樹脂層の膜厚を薄く、あるいは光学濃度を低くできる。薄い膜厚の光吸収性樹
脂層の場合、あるいは、低い光学濃度の光吸収性樹脂層の場合、フォトリソグラフィでの
解像度が向上するため、例えば、１μｍ～４μｍと言った細線で形成することができる。
【００５２】
（黒色電極、透明電極が担いうる役目）
　上記した黒色電極は、例えば、液晶表示装置１００のタッチセンシング時の駆動電極（
走査電極）とすることができる。黒色電極をタッチセンシングでの駆動電極とし、透明電
極パターン６を検出電極すると、タッチセンシングの駆動条件と液晶の駆動条件（周波数
や電圧など）とを異ならせることができる。タッチセンシングの駆動周波数と液晶の駆動
周波数とを異ならせることで、タッチセンシング駆動及び液晶駆動の互いの影響を低減す
ることができる。たとえば、タッチセンシングの駆動周波数を数ＫＨｚ～数十ＫＨｚとし
、液晶駆動の周波数を６０Ｈｚ～２４０Ｈｚとすることができる。さらには、タッチセン
シング駆動と液晶駆動を時分割で行うこともできる。
　黒色電極を駆動電極（走査電極）に用いる場合に、要求されるタッチの入力の速さにあ
わせて静電容量検出の走査周波数を任意に調整できる。さらには、速い応答性を得るため
に、複数の黒色電極の全てを走査するのではなく、全ての黒色電極から選択された黒色電
極（選択された黒色電極の数は、全ての黒色電極の数よりも少ない）を走査することもが
できる（間引き走査）。
あるいは、黒色電極は、一定の周波数での電圧を印加する駆動電極（走査電極）とするこ
とができる。なお、走査電極に印加する電圧（交流信号）は、正負の電圧を反転する反転
駆動方式であっても良い。
　あるいは、タッチ駆動電圧として、印加する交流信号の電圧幅（電圧の高低の幅、ピー
クツーピーク）を小さくすることで液晶表示への影響を軽減できる。走査電極と検出電極
との役割を入れ替えても良い。
【００５３】
　金属層パターンを挟持する黒色電極の抵抗値は低く、透明電極パターン６も、例えば、
補助導体を具備させること等により抵抗値を低くすることができる。これらにより、タッ
チセンシングで発生する静電容量の変化を高い精度で検出することができる。良導体であ



(15) JP WO2015/129057 A1 2015.9.3

10

20

30

40

50

る銅合金膜による黒色電極を、例えば、１～４μｍといった抵抗値は低いため、黒色電極
を細い線幅でマトリクス状に配設できる。
　透明電極パターン６上に配設される、細い線幅の黒色電極のパターンのフリンジ効果に
より、パターンエッジ近傍での静電容量（フリンジ容量）が増え、静電容量を大きくする
ことができる。換言すれば、指などポインターのタッチの有無での静電容量の差を大きく
でき、液晶表示装置１００のタッチセンシングに関わるＳ／Ｎ比を高め、検出精度を高く
することができる。
　また黒色電極は、例えば、表示部１１０の表示面から見れば低反射のブラックマトリク
スの役目を担い、視認性を向上できる。第１の光吸収性樹脂層パターン１に含まれる黒色
色材の濃度、光吸収性樹脂層の膜厚、光吸収性樹脂層に含まれる樹脂の屈折率を調整する
ことで、第１の透明基板１０と第１の光吸収性樹脂層パターン１の界面に生じる光の反射
率を低減できる。加えて、黒色電極に用いる金属層パターン２は、薄膜であっても可視光
を完全に遮断でき、バックライトからの光漏れを解消できる。
【００５４】
　さらに、本発明の実施形態の黒色電極は、金属層あるいは第２の光吸収性樹脂層を母型
（マスク）として光吸収性樹脂層パターン１、３をドライエッチングにて加工するため、
光吸収性樹脂層パターン１、３の画線幅や形状と金属層パターン２の画線幅や形状とが、
ほぼ同じである特徴を持つ。
　光吸収性樹脂層パターン１、３の画線幅と金属層パターン２の画線幅とがほぼ同じであ
るため、画素の開口率が低くなることがない。光吸収性樹脂層パターン１、３および金属
層パターン２をドライエッチングで形成できるため、これらを他の形成方法よりも細い線
幅で形成できる。たとえば、ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）に用いる金属配線並みの細い線
で形成できる。
【００５５】
　透明樹脂層５は、熱硬化性を有するアクリル樹脂などで形成することができる。この例
では、透明樹脂層５の膜厚は１．５μｍとした。透明樹脂層５の膜厚は、金属層パターン
２と透明電極パターン６とが電気的に絶縁される範囲で任意に設定できる。前記した第１
の光吸収性樹脂層パターン１や透明樹脂層５は、例えば、屈折率など光学特性が互いに異
なる複数の層を積層する構成でも良い。
【００５６】
　図２および図４に示すように、複数の透明電極パターン６は、透明樹脂層５上に、例え
ば、第２方向Ｙに互いに絶縁された状態になるように、すなわち、互いに電気的に独立す
るように並べて配置されている。透明電極パターン６は、透明樹脂層５上に、金属層パタ
ーン２と直交する第１方向Ｘに延びるストライプ形状に形成されている。
　なお、例えば、３００ｐｐｉ以上の高精細の液晶表示装置において、図４に示す積層方
向Ｚに見たとき、それぞれの透明電極パターン６は、第２方向Ｙにおいて金属層パターン
２の３以上の画素開口部２ａと重なることが好ましい。透明電極パターン６が第２方向Ｙ
に重なる画素開口部２ａの数は、３以外にも６や９などでもよい。
　このように構成することで、第２方向Ｙにおいて３以上の画素開口部２ａをまとめて走
査するため、表示部１１０全体を走査するのに要する時間を短縮させることができる。
　透明電極パターン６は、ＩＴＯと呼称される導電性金属酸化物で形成されていて、この
例では、透明電極パターン６の膜厚は１４０ｎｍであるが、この膜厚に限定されない。透
明電極パターン６は、金属層パターン２と対となるもう一方のタッチ電極である。
　なお、透明電極パターン６には、後述するように、抵抗値を下げるため、パターンの長
手方向（ストライプの長さ方向、第１方向Ｘ）に延在する金属膜の細線を補助導体として
具備させることができる。
【００５７】
　透明電極パターン６は、タッチセンシング時の検出電極として用いることができる。
　本発明の実施形態では、タッチセンシングに関わる黒色電極４、透明電極パターン６の
いずれも、第１の透明基板１０の液晶層２４に接する面（主面１０ａ）に具備される。上
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記電極のいずれかを第１の透明基板１０の表面（主面１０ａとは反対側の面）に形成する
ことは、第１の透明基板１０の厚さが影響し、黒色電極４と透明電極パターン６との間の
フリンジ容量形成に悪影響を与える。形成されるフリンジ容量が小さいと、タッチ検出時
のＳ／Ｎ比を低下させる。
【００５８】
　図３および図４に示すように、複数の金属層パターン２および複数の透明電極パターン
６には、電極取り出し部である端子部６１を設けることができる。これらの端子部６１は
、複数の画素開口部４ａで規定される全体矩形の表示領域外にある端子部６１の領域Ｄに
配置することが望ましい。
　複数の金属層パターン２は、全てをタッチ信号の駆動電極として用いる必要はなく、例
えば、第１方向Ｘに３本おきの金属層パターン２を用いる（３本のうち２本の金属層パタ
ーン２を間引いて（除いて）、１本の金属層パターン２を走査できる）など、金属層パタ
ーン２を間引いて駆動（走査）することができる。
駆動電極として用いない金属層パターン２は、電気的に浮いた形（フローティングパター
ン）としても良い。
【００５９】
　透明電極パターン６は、液晶駆動時には定電位の共通電位とすることができる。あるい
は、すべての透明電極パターン６を、高抵抗体を介在させて接地することができる。
　金属層パターン２の間引きの数を増やして走査線数を減らすことで、駆動周波数を低く
でき消費電力の削減を行うことができる。逆に、高い密度での走査にて、高い精度を確保
するとともに高精細化することで、例えば、指紋認証などに活用できる。タッチセンシン
グにおける走査線数は、その制御部で調整しても良い。定電位は、必ずしも“０（ゼロ）
”ボルトを意味しておらず、駆動電圧の高低の中間値としても良い。オフセットさせた駆
動電圧にしても良い。透明電極パターン６は、定電位であるため、液晶を駆動する画素電
極の駆動周波数と異なる周波数で、タッチ電極（黒色電極）を駆動しても良い。
　液晶駆動とタッチセンシングのための駆動を時分割とすることもできるが、透明電極パ
ターン６は定電位であるため、液晶駆動とタッチセンシングのための駆動を時分割駆動と
せず、それぞれ異なる周波数で駆動しても良い。ただし、後述するように、薄膜トランジ
スタ４５のチャネル層４６をＩＧＺＯ（登録商標）などの酸化物半導体とするときは、容
易に時分割駆動とすることができる。
【００６０】
　アレイ基板２３は、図２および図５に示すように、第２の透明基板２０の液晶層２４に
対向する主面（面）２０ａに、複数の画素電極２５、複数の薄膜トランジスタ４５、金属
配線４０、および絶縁層２８を有している。より具体的には、第２の透明基板２０の主面
２０ａ上に、複数の絶縁層２８を介して複数の画素電極２５および複数の薄膜トランジス
タ４５が設けられている。なお、図２では薄膜トランジスタ４５を示していなく、図５で
は絶縁層２８を示していない。
　金属配線４０は、信号線（ソース線）４１、走査線（ゲート線）４２、および補助容量
線４３を複数有している。信号線４１、走査線４２および補助容量線４３は、いずれもチ
タンと銅との２層構成を有する。なお、後述する第４実施形態の図１８には、信号線４１
および遮光パターン７３を示した。
　各画素電極２５は公知の構成を有し、絶縁層２８の液晶層２４に対向する面に黒色電極
４の画素開口部４ａに対向するように配置されている。
　金属配線４０は、複数の層を有する多層構成で形成されてもよい。この場合、複数の層
の少なくとも１つは銅層や銅合金層であり、他の層はチタンやモリブデンなどの高融点金
属の層とすることができる。また、金属配線４０を、水平配向のＣＮＴ上に銅などの良導
電率の金属を積層して構成しても良い。
【００６１】
　各薄膜トランジスタ４５のチャネル層４６は、ポリシリコンなどシリコン系半導体、あ
るいは酸化物半導体で形成することができる。薄膜トランジスタ４５は、チャネル層４６
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が、ＩＧＺＯなどのガリウム、インジウム、亜鉛、錫、ゲルマニウムのうちの２種以上の
金属酸化物を含む酸化物半導体であることが好ましい。このような薄膜トランジスタ４５
はメモリー性が高い（リーク電流が少ない）ため、液晶駆動電圧印加後の画素容量を保持
しやすい。このため、補助容量線４３を省いた構成とすることができる。
　酸化物半導体をチャネル層として用いる薄膜トランジスタは、例えば、ボトムゲート型
構造を持つ。薄膜トランジスタに、トップゲート型、又は、ダブルゲート型のトランジス
タ構造が用いられてもよい。光センサ、又は、その他のアクティブ素子を酸化物半導体の
チャネル層を備えた薄膜トランジスタとてもよい。
【００６２】
　ＩＧＺＯなど酸化物半導体をチャネル層４６に用いる薄膜トランジスタ４５は、電子移
動度が高く、例えば、２ｍｓｅｃ（ミリ秒）以下の短時間で必要な駆動電圧を画素電極２
５に印加できる。例えば、倍速駆動（１秒間の表示コマ数が１２０フレームである場合）
の１フレームは約８．３ｍｓｅｃであり、例えば、６ｍｓｅｃをタッチセンシングに割り
当てることができる。透明電極パターン６である駆動電極が、定電位であるため、液晶駆
動とタッチ電極駆動とを時分割駆動しなくてもよい。液晶を駆動する画素電極の駆動周波
数とタッチ電極の駆動周波数とを、異ならせることができる。
【００６３】
　また、酸化物半導体をチャネル層４６に用いる薄膜トランジスタ４５は、前述のように
リーク電流が少ないため、画素電極２５に印加した駆動電圧を長い時間保持できる。アク
ティブ素子の信号線や走査線、補助容量線などをアルミニウム配線より配線抵抗の小さい
銅配線で形成し、さらに、アクティブ素子として短時間で駆動できるＩＧＺＯを用いるこ
とで、タッチセンシングの走査での時間的マージンが広がり、発生する静電容量の変化を
高精度で検出できる。ＩＧＺＯなどの酸化物半導体をアクティブ素子に適用することで液
晶などの駆動時間を短くでき、表示画面全体の映像信号処理の中で、タッチセンシングに
適用する時間に十分な余裕ができる。
　ドレイン電極３６は、薄膜トランジスタ４５から画素中央まで延線され、コンタクトホ
ール４４を介して、透明電極である画素電極２５と電気的に接続されている。ソース電極
３５は、薄膜トランジスタ４５から延びて信号線４１に電気的に接続されている。
【００６４】
　液晶層２４が有する液晶分子（配向膜、液晶分子の図示を省略）は、初期配向方向が、
液晶表示装置用基板２２およびアレイ基板２３のそれぞれの面に垂直な垂直配向、すなわ
ち積層方向Ｚであり、いわゆるＶＡ方式（Ｖｅｒｔｉｃａｌｌｙ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ方
式：垂直配向の液晶分子を用いた縦電界方式）の液晶駆動方式に用いられる。
　以下に説明する実施形態では、いずれも液晶層２４の厚さ方向、すなわち積層方向Ｚに
、透明電極パターン６と画素電極２５との間に液晶駆動電圧を印加する。
　一般的に、液晶層の厚さ方向に駆動電圧がかかる形を、縦電界方式と呼ぶ。縦電界方式
での液晶層は、横電界方式（ＩＰＳ：Ｉｎ　Ｐｌａｎｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）やＦＦＳ
（Ｆｒｉｎｇｅ　Ｆｉｅｌｄ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）と呼ばれる水平配向、水平方向に液
晶を回転させる方式）よりも、およそ２０％ほど正面透過率が高い。この正面透過率は、
液晶表示装置をその表示面に対する法線方向（本実施形態における積層方向Ｚ）から観察
したときの輝度を意味する。
【００６５】
　ここで、ＦＦＳ方式の液晶表示装置の表示部の透過率が低い理由を図６から８を用いて
簡単に説明する。
　図６は、ＩＰＳあるいはＦＦＳと呼称される横電界駆動方式の従来の表示部２００を模
式的に示す断面図である。液晶層２０６は、初期配向が透明基板２０７の面に平行な水平
配向である。液晶層２０６の下部にある画素電極２０８と、絶縁層２０９を介して画素電
極２０８の下部にある共通電極２１０との間に印加される液晶駆動電圧で液晶層２０６を
駆動する。この結果、画素電極２０８と共通電極２１０との間に電気力線Ｌ１が形成され
る。
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　なお、液晶層２０６の上部には、透明樹脂層２１３、カラーフィルタ２１４、および透
明基板２１５がこの順で配置されている。
【００６６】
　液晶層２０６の厚さ方向の一部である実効厚さＲ１が、液晶層２０６の透過率に主に影
響する。本発明の実施形態に述べる縦電界の駆動方式では、液晶層２４（例えば、図２参
照）のほぼ全体の厚さが透過率に影響するのに対し、横電界駆動方式のＦＦＳ液晶表示方
式では一部の実効厚さＲ１のみが液晶層２０６の透過率に影響することになる。このため
、横電界の駆動方式では縦電界の駆動方式より正面輝度（透過率）が低くなる。
【００６７】
　図７は、表示部２００に液晶駆動電圧を印加した時の等電位線Ｌ２を示す模式図である
。透明基板２１５側に透明電極や導電膜が存在しない場合には、等電位線Ｌ２は透明樹脂
層２１３、カラーフィルタ２１４、および透明基板２１５を貫通して上部に延びる。等電
位線Ｌ２が液晶層２０６の厚さ方向に延線される場合、液晶層２０６の実効厚さがある程
度確保されるので、横電界駆動方式の表示部２００の本来の透過率を確保できる。
【００６８】
　図８に示す従来の表示部２００Ａのように、前述の表示部２００の各構成に加えて液晶
層２０６と透明樹脂層２１３との間に対向電極２２１を備える場合を考える。この場合に
は、等電位線Ｌ３は対向電極２２１を貫通しないので、等電位線Ｌ３の形状は前述の等電
位線Ｌ２の形状から変形する。
　このとき、液晶層２０６の実効厚さは表示部２００の液晶層２０６の実効厚さに比べて
薄くなり、表示部２００Ａの輝度（透過率）は大きく低下する。
　このため、前述の特許文献２の請求項１～５に記載されたタッチスクリーンは、透過率
の問題があるために横電界駆動方式の表示部には適用しづらい。従って、特許文献２の請
求項１～５に関わるタッチスクリーンの主たる対象の表示部は、縦電界駆動方式の液晶表
示装置と推定される。しかし、縦電界駆動での液晶層に関わる詳述が特許文献２には無く
、特許文献２ではタッチスクリーン構成の表示部の輝度（透過率）への影響の検討がなさ
れていない。
【００６９】
　再び、液晶表示装置１００の説明を行う。
　液晶層２４の図示しない液晶分子は、負の誘電率異方性を持っている。液晶表示装置１
００は図示しない偏光板を備えている。この偏光板はクロスニコルで、ノーマリーブラッ
クである。液晶セルのギャップは３．６μｍとしたが、これに限定されない。
　液晶分子は、透明電極パターン６と画素電極２５との間に積層方向Ｚに電圧が印加され
ることで、初期配向で積層方向Ｚに配向されていた液晶分子が積層方向Ｚに交差する方向
に倒れ、オン表示（白表示）を行う。
　なお、液晶分子は正の誘電率異方性を持つとともにノーマリブラックモードで表示を行
うとしてもよいが、この場合には、水平配向処理が必要となる。負の誘電率異方性の液晶
を用い、配向処理の簡便な垂直配向とすることが簡便である。
　配向膜の配向処理には、光配向を用いることができる。
【００７０】
（補助導体）
　複数の透明電極パターン６上に、電極の抵抗を低下させるために補助導体を形成できる
。補助導体は、金属層パターン２と同じ材料で形成しても良く、あるいはアルミニウム合
金の薄膜で形成しても良い。アルミニウム合金は、アルミニウムに０．２ａｔ％～３ａｔ
％の範囲内の合金元素を添加した合金とすることができる。合金元素は、マグネシウム、
カルシウム、チタン、インジウム、錫、亜鉛、ネオジウム、ニッケル、銅などから１以上
選択できる。補助導体の抵抗率は、透明電極パターン６の抵抗率よりも小さいことが好ま
しい。
　図９に示す平面視において、補助導体１６を第１方向Ｘに延びるとともに、画素開口部
４ａの第２方向Ｙの中央部を通る線状（ストライプ状）パターンにて形成しても良い。こ
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の場合、例えば、積層方向Ｚに見たときに、補助導体１６をアレイ基板２３の補助容量線
４３に重なる位置に形成することが望ましい。このように構成することで、開口率低下を
抑えられる。
【００７１】
　図１０に示す平面視において、補助導体１６を光吸収性樹脂層パターン１、３と金属層
パターン２とによるタッチ電極のパターン位置、言い換えればブラックマトリクスの位置
に形成しても良い。ブラックマトリクスの下部（ブラックマトリクスにおける第１の透明
基板１０よりも第２の透明基板２０に近い位置）には、通常、アレイ基板２３の信号線（
ソース線）４１、走査線（ゲート線）４２、および補助容量線４３である金属配線４０が
配置される。このため、金属配線４０が配置される位置に補助導体１６を形成することで
、積層方向Ｚに見たときに補助導体１６が金属配線４０と重なり、開口率の低下が抑えら
れる。
　本実施形態において、透明電極パターン６は、例えば、タッチセンシング時には、タッ
チセンシングの検出電極として用い、液晶駆動時には、画素電極２５と透明電極パターン
６との間で液晶を駆動する電圧が印加される共通電極として用いる。タッチセンシングと
液晶駆動とは異なるタイミングで、時分割で行われても良く、異なる周波数で駆動されて
も良い。
【００７２】
　図１に示すように、制御部１２０は、公知の構成を有し、映像信号タイミング制御部１
２１（第一制御部）と、タッチセンシング・走査信号制御部１２２（第二制御部）と、シ
ステム制御部１２３（第三制御部）とを備えている。
　映像信号タイミング制御部１２１は、複数の透明電極パターン６を定電位とするととも
に、アレイ基板２３の信号線４１および走査線４２に信号を送る。透明電極パターン６と
画素電極２５との間に積層方向Ｚに画素電極２５に表示用の液晶駆動電圧を印加すること
で、液晶層２４の液晶分子を駆動する液晶駆動を行う。これにより、アレイ基板２３上に
画像を表示させる。
　タッチセンシング・走査信号制御部１２２は、複数の透明電極パターン６を定電位とし
、複数の金属層パターン２（黒色電極４）に検出駆動電圧を印加して、金属層パターン２
と透明電極パターン６と間の静電容量（フリンジ容量）の変化を検出し、タッチセンシン
グを行う。
　システム制御部１２３は、映像信号タイミング制御部１２１およびタッチセンシング・
走査信号制御部１２２を制御し、液晶駆動と静電容量の変化の検出とを交互に、すなわち
時分割で行うことができる。
【００７３】
（液晶表示装置用基板の製造方法の例）
　次に、以上のように構成された表示部１１０における液晶表示装置用基板２２の製造方
法について説明する。図１１は、液晶表示装置用基板２２の製造方法を示すフローチャー
トである。
　第１の光吸収性樹脂層の塗布形成（ステップＳ１１）では、上記した熱硬性を有する黒
色塗布液を用いた。この第１の光吸収性樹脂層は、前述の第１の光吸収性樹脂層パターン
１が形状をパターン化される前の樹脂層である。第１の光吸収性樹脂層の２５０℃の熱処
理後の膜厚は、０．７μｍである。黒色色材には、カーボン微粒子を用いた。
　第１の光吸収性樹脂層を０．７μｍ以外の膜厚で形成してもよい。第１の光吸収性樹脂
層の膜厚とカーボンである黒色色材との濃度を調整することで、第１の透明基板１０と第
１の光吸収性樹脂層パターン１との界面に生じる光反射を調整できる。換言すれば、第１
の光吸収性樹脂層パターン１の膜厚と黒色色材の濃度とを調整することで、その界面に生
じる光反射を１．８％以下にすることができる。
　塗布形成した第１の光吸収性樹脂層に対して２５０℃の熱処理を行い、第１の光吸収性
樹脂層を硬膜させる。
【００７４】
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　第１の光吸収性樹脂層の硬膜後に、スパッタリング装置にて、マグネシウム１ａｔ％の
金属層を成膜した（ステップＳ１２）。この金属層は、前述の金属層パターン２が形状を
パターン化される前の層である。なお、金属層の成膜工程の初期には、アルゴン導入ガス
ベースに、酸素ガス１０ｖｏｌ％を加えたガス条件にて、酸素を含む第１の金属層を０．
０１μｍ成膜し、その後、アルゴン導入ガスベースのみで、０．１７μｍの第２の金属層
を成膜して、合計の膜厚が０．１８μｍの金属層とした。
　次に、アルカリ現像可能な感光性樹脂とカーボンである黒色色材を有機溶剤とともに分
散した黒色塗布液を用いて、第２の光吸収性樹脂層を塗布形成した（ステップＳ１３）。
８０℃での乾燥のあと、黒色電極のパターン形状に露光・現像し、さらに、２５０℃での
熱処理を行い、１．１μｍ膜厚の黒色パターンとした。後に記述するように、この黒色パ
ターンは、後述するドライエッチング（ステップＳ１６）を経て最終的に第２の光吸収性
樹脂層パターン３となる。
【００７５】
　黒色パターンをウエットエッチングで処理することで、第２の光吸収性樹脂層パターン
３を形成した（ステップＳ１４）。
　ウエットエッチングにて、金属層を画素開口部２ａが形成された金属層パターン２とし
た（ステップＳ１５）。
　次に、酸素とフロン系ガスを導入ガスとして、ドライエッチング装置にて、異方性ドラ
イエッチングを行った（ステップＳ１６）。ドライエッチングは、第１の光吸収性樹脂層
を、その膜厚方向に、平面視、金属層パターン２と同じ線幅、形状となるように第１の透
明基板１０の表面が露出するまでほぼ垂直に加工する。この工程で、第１の光吸収性樹脂
層から第１の光吸収性樹脂層パターン１が形成される。
　このとき、ドライエッチングにより金属層パターン２上の第２の光吸収性樹脂層パター
ン３の厚さが薄くなる。第２の光吸収性樹脂層パターン３を、０．４μｍの薄い膜厚にし
て残す。
【００７６】
　水洗および乾燥して金属層パターン２を形成した後で、この金属層パターン２上にアル
カリ可溶な感光性アクリル樹脂を塗布することで１．６μｍ膜厚の透明樹脂層５を形成し
た（ステップＳ１７）。透明樹脂層５は、表示領域のみに形成し、表示領域の周辺は現像
にて除去し、金属層パターン２による端子部６１の領域が露出するように形成した。
　透明樹脂層５の形成後、スパッタリング装置を用いて透明樹脂層５上にＩＴＯと呼称さ
れる透明導電膜を成膜した（ステップＳ１８）。透明導電膜を、周知のフォトリソグラフ
ィの手法を用いて、透明電極パターン６として形成した（ステップＳ１９）。透明電極パ
ターン６と金属層パターン２とは、それぞれ電気的に独立した複数パターンの並びであり
、透明樹脂層５を介して互いに直交する方向に配列されている。なお、端子部６１の領域
にもＩＴＯである透明導電膜（透明電極の膜）を積層している。
【００７７】
　第１の光吸収性樹脂層に用いる樹脂の屈折率は、低いことが好ましい。樹脂の屈折率と
、カーボンなど黒色色材の含有量、および、第１の光吸収性樹脂層パターン１の膜厚を調
整することで、第１の透明基板１０から見た第１の透明基板１０と第１の光吸収性樹脂層
パターン１との界面から反射される光の反射率を、１．８％以下とすることができる。
　しかしながら、樹脂の屈折率に限度があることから、前述の界面から反射される光の反
射率は０．２％が下限となる。黒色塗布液に含まれるアクリル樹脂などの樹脂の固形分が
、例えば、１４質量％であるとき、黒色塗布液でのカーボン量をおよそ６質量％から２５
質量％の範囲内とすると、第１の光吸収性樹脂層パターン１の厚さ１μｍあたりの光学濃
度を、０．４から１．８とすることができる。
　第１の光吸収性樹脂層パターン１の膜厚が、０．３μｍであるとき、実効の光学濃度は
０．１２から０．５４となる。第１の光吸収性樹脂層パターン１の膜厚が、０．７μｍで
あるとき、実効の光学濃度は０．２８から１．２６の範囲内となる。
【００７８】
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　表示部１１０の液晶表示装置用基板２２は、第１の透明基板１０の主面１０ａに、複数
の第１の光吸収性樹脂層パターン１、複数の金属層パターン２、複数の第２の光吸収性樹
脂層パターン３、透明樹脂層５、および複数の透明電極パターン６が、複数の第１の光吸
収性樹脂層パターン１、複数の金属層パターン２、複数の第２の光吸収性樹脂層パターン
３、透明樹脂層５、および複数の透明電極パターン６の順で積層して構成されている。
　このように構成された表示部１１０では、例えば、液晶セル内での光の再反射や乱反射
を第２の光吸収性樹脂層パターン３により低減させる。例えば、不図示のバックライトか
ら出射され第２の透明基板２０から入射した光が、金属層パターン２の表面で再反射する
ことを防ぎ、ＴＦＴなどアクティブ素子への入射を減らすことができる。加えて、銅合金
の赤味がかった反射色が液晶表示に悪い影響を及ぼすのを避けることができる。
　以上の手順により、液晶表示装置用基板２２が製造される。
【００７９】
（タッチ電極の作用）
　次に、以上のように構成された表示部１１０の特にタッチ電極の作用について説明する
。
　この表示部１１０によれば、透明電極パターン６をタッチセンシング時の検出電極とし
て用い、黒色電極４は、一定の周波数での電圧を印加する走査電極として用いることがで
きる。
　具体的に説明すると、図１２に示すように、タッチセンシングのための静電容量は、黒
色電極４と透明電極パターン６との間に保持されている。通常状態では、黒色電極４と透
明電極パターン６との間に一定の周波数での検出駆動電圧が印加され、黒色電極４の近傍
にフリンジ電界が形成されている。
【００８０】
　図１３に示すように、例えば、黒色電極４の表示画面に、指などのポインターＰが接近
または接触すると、電気力線Ｌ６の分布が崩れるとともに、ポインターＰに静電容量が流
れ、黒色電極４と透明電極パターン６との間の静電容量が減少する。ポインターＰのタッ
チの有無は、こうした静電容量の変化で検知する。一般的に、隣り合う黒色電極４の間隔
が狭いため、ポインターＰは一度に複数のタッチ電極に作用する。
　本実施形態に関わる黒色電極４は、抵抗値の低い銅を主材とする合金層および銅層の少
なくとも一方で形成された金属層パターン２を含み、タッチセンシング時の走査電極とす
ることができる。本実施形態に関わる透明電極パターン６は、電極の抵抗を低下させるた
めに、そのパターン幅を広くし、加えて、透明電極パターン６上に、電極の抵抗を低下さ
せるために前述の補助導体１６を具備させることができる。ゆえ、本実施形態による静電
容量方式における２組の複数の電極群は、これらに付随する時定数を大幅に低減でき、タ
ッチセンシング時の検出精度を大きく向上できる。
【００８１】
　以上説明したように、本実施形態の液晶表示装置１００によれば、複数の第１の光吸収
性樹脂層パターン１、複数の金属層パターン２および複数の第２の光吸収性樹脂層パター
ン３は積層方向Ｚに見たときに同一形状に形成されて重なっている。このため、画素開口
部１ａ、画素開口部２ａおよび画素開口部３ａのうち積層方向Ｚに貫通する部分の面積を
大きくすることができ、開口率を向上させることができる。
　各画素の周囲には第１の光吸収性樹脂層パターン１が設けられているため、画素の周囲
が黒色で認識され、表示のコントラストを向上させて視認性を高めることができる。
　液晶表示装置用基板２２の隣り合う黒色電極４の間に画素電極２５が設けられていない
ため、タッチ電極の静電容量を高めてポインターＰの位置検出の精度を高めることができ
る。
　透明電極パターン６が黒色電極４と画素電極２５とで共有されているため、表示部１１
０が備える電極の数を低減させ表示部１１０の構成を簡単にすることができる。
【００８２】
　タッチ電極としての黒色電極の駆動周波数、あるいは駆動や信号検出のタイミングを、
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液晶の駆動周波数やタイミングに依存することなく設定できる。
　液晶表示がオフである「黒」のときに、黒色電極の駆動電圧を、各タッチセンシングの
電極駆動の全フレームに供給するのでなく、間引きして、複数フレームに１回印加しタッ
チ位置検出を行うことで、液晶表示装置１００の消費電力を低減できる。
　例えば、タッチ電極の駆動周波数を、液晶駆動の周波数より高い駆動周波数とすること
ができる。
　本実施形態では、黒色電極４、すなわち金属層パターン２が第２方向Ｙに延び、かつ透
明電極パターン６が第１方向Ｘに延びる。しかし、黒色電極４が第１方向Ｘに延び、かつ
透明電極パターン６が第２方向Ｙに延びるように構成してもよい。
【００８３】
　本実施形態の液晶表示装置において、例えば、赤色発光、緑色発光、青色発光の３色の
ＬＥＤによるバックライトユニットを具備させ、かつ、それぞれ３色発光を液晶表示と同
期させるフィールドシーケンシャルの手法を用いることで、カラー表示が可能となる。
　赤色発光、緑色発光、青色発光の３波長成分を含む白色ＬＥＤを用いる場合は、例えば
、次の実施形態のカラーフィルタを具備する液晶表示装置用基板を用いることでカラー表
示が可能である。
【００８４】
（第２実施形態）
　次に、本発明の第２実施形態について図１４から図１７を参照しながら説明するが、前
記実施形態と同一の部位には同一の符号を付してその説明は省略し、異なる点についての
み説明する。
　図１４に示すように、本実施形態の表示部１１１は、第１実施形態の表示部１１０の液
晶表示装置用基板２２に代えて液晶表示装置用基板２２Ａを備える。液晶表示装置用基板
２２Ａは、液晶表示装置用基板２２の黒色電極４の各画素開口部４ａに、赤層で形成され
た赤画素Ｒ、緑層で形成された緑画素Ｇ、および青層で形成された青画素Ｂのいずれかが
具備されて構成されている。これら赤画素Ｒ、緑画素Ｇおよび青画素Ｂは、積層方向Ｚに
おいて金属層パターン２と透明樹脂層５との間に挿入され、かつ、積層方向Ｚに見たとき
に互いに隣接して配設されている。液晶層２４は、第１の実施形態と同様、垂直配向の液
晶とした。
　換言すれば、表示部１１１は赤色と緑色と青色の発光成分を含む白色ＬＥＤ素子をバッ
クライトに備え、赤色と緑色と青色のカラーフィルタをあわせ具備することでカラー表示
を行う。
【００８５】
　図１５は、表示部１１１を第１の透明基板１０から見た平面図である。画素開口部４ａ
には、赤画素Ｒ、緑画素Ｇおよび青画素Ｂのいずれかが隙間なく配設されている。
　図１６に示すように、第１の透明基板１０上および黒色電極４上には、赤画素Ｒ、緑画
素Ｇおよび青画素Ｂのいずれかがカラーフィルタとして隙間なく配設されている。赤画素
Ｒ、緑画素Ｇおよび青画素Ｂは、アクリル樹脂などの透明樹脂にそれぞれ複数の有機顔料
を分散して、周知のフォトリソグラフィの手法で形成した。
【００８６】
　カラーフィルタ上には、透明樹脂層５が積層されている。透明樹脂層５上には更に、透
明電極パターン６が積層されている。透明電極パターン６は、例えば、ＩＴＯと呼ばれる
導電性金属酸化物などの透明導電膜で形成し、周知のフォトリソグラフィの手法でパター
ン形成することができる。
　本実施形態において、透明電極パターン６は、例えば、タッチセンシング時、すなわち
静電容量の変化の検出時には、タッチセンシングの検出電極として用い、液晶駆動時には
、画素電極２５との間で液晶を駆動する電圧が印加される共通電極として用いる。液晶駆
動と静電容量の変化の検出とは、交互に行われる。すなわち、異なるタイミングで、時分
割で検出が行われる。
　複数の信号線から供給されるソース信号を、例えば、奇数行と偶数行と交互に正極性の



(23) JP WO2015/129057 A1 2015.9.3

10

20

30

40

50

信号と負極性の信号とに入れ替えて付与し、隣接する画素のドット反転駆動を行うことが
できる。
　あるいは、透明電極パターン６は駆動電極（走査電極）として、プラスとマイナスの極
性を反転させるコモン電極反転駆動を行うことも可能である。
【００８７】
　図１７に示すように、黒色電極４の部分パターンである各第１の光吸収性樹脂層パター
ン１、金属層パターン２および第２の光吸収性樹脂層パターン３は、離間部１５により電
気的に独立している。離間部１５上には、カラーフィルタの色重ね部２６が配設され、２
種の色の重ねでバックライトユニットから出射された光の透過を抑制している。色重ね部
２６においては、赤画素Ｒと青画素Ｂとが重ねられていることが好ましい。
　図示していないが、こうした離間部１５が設けられた位置には、平面視において、アレ
イ基板２３に具備される信号線（ソース線）４１、走査線（ゲート線）４２、および補助
容量線４３のいずれか、あるいはこれらと同じ金属配線のパターンが、離間部１５を塞ぐ
ように配設されている。これによって、バックライトユニットからの光漏れをなくすこと
ができる。
【００８８】
　このように構成された表示部１１１は、第１実施形態の液晶表示装置用基板の製造方法
において、金属層パターン２の形成後に、複数の画素開口部４ａを通して金属層パターン
２と透明樹脂層５との間に赤画素Ｒ、緑画素Ｇ、および青画素Ｂを挿入することで製造す
ることができる。
　この場合、図１１に示すフローチャートにおいて、ステップＳ１６の第１の光吸収性樹
脂層パターンのドライエッチング工程と、ステップＳ１７の透明樹脂層の塗布形成工程と
の間に、カラーフィルタ（Ｒ、Ｇ、Ｂ）の形成工程が挿入される。
【００８９】
（第３実施形態）
　次に、本発明の第３実施形態について説明するが、前記実施形態と同一の部位には同一
の符号を付してその説明は省略し、異なる点についてのみ説明する。
　本実施形態は、黒色電極４の構成である金属層パターン２の構成を除いて、第１実施形
態と同様であるため、図２を緩用する。ただし、重複する説明は省略し、差異のある金属
層パターン２につき、説明を行う。なお、本実施形態の黒色電極４は、前記第２実施形態
および後述する第４実施形態の黒色電極として用いることができる。
【００９０】
　図２に示す金属層パターン２は、本実施形態では、０．０１５μｍ膜厚の酸素を含む銅
合金である第１の金属層（層）と、０．１８μｍ膜厚の酸素を実質的に含まない銅合金で
ある第２の金属層（層）との２層の上に、さらに銅とインジウムとの銅合金の層である銅
インジウム合金層を０．０１５μｍ膜厚にて積層した合計膜厚０．２１μｍの層で形成さ
れている。すなわち、金属層パターン２は複数の層で構成され、複数の層のうち最も第２
の透明基板２０に近い層が、銅インジウム合金層である。
　酸素を実質的に含まないことは、銅合金の成膜時に酸素ガスを導入しないことを意味す
る。酸素を含む銅合金は、この部分の成膜時に、例えば、アルゴンベースガスに対して、
１０ａｔ％の酸素ガスを導入して成膜することを意味する。
　先に形成した２層の金属層（第１の金属層および第２の金属層）は、０．５ａｔ％のマ
グネシウムと０．５ａｔ％のアルミニウム（残部は銅）の銅合金を用いた。
　銅インジウム合金層は、７８ａｔ％の銅に２２ａｔ％のインジウムを含む銅合金とした
。
【００９１】
　なお、微量の不可避不純物がこれら銅合金に含まれている。インジウムの銅合金への添
加量は、０．５ａｔ％～４０ａｔ％とすることができる。単体でのインジウムは融点が低
く、５０ａｔ％を超える添加量で添加されたインジウムを含む銅合金には、耐熱性の懸念
がある。
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　２２ａｔ％のインジウムなどインジウムリッチな銅インジウム合金層を備える銅合金膜
は、成膜後の熱処理工程や経時変化で酸化銅の形成に先立って酸化インジウムを形成し、
酸化銅の形成を抑制する。酸化インジウムは良好な導電膜になり得るため、電気的なコン
タクトを損なうことがほとんどない。酸化銅の形成が少ない場合、カバー端子部での透明
導電膜との電気的接続を容易にし、製造工程や実装に関わる信頼性を向上できる。
　また、銅インジウム合金層の表面の反射色は、白に近い色となり、銅単体に起因する赤
い呈色を回避できる。反射色のニュートラル化は、インジウムに限らず、上記に例示した
合金元素でも添加割合を調整することで可能である。本発明の実施形態で開示した、これ
ら銅合金に関わる技術は、アレイ基板２３の金属配線４０に適用することができる。
【００９２】
　インジウムリッチな銅インジウム合金とは、インジウムを１０～４０ａｔ％の含む銅イ
ンジウム合金である。インジウムをリッチにすることで、酸化銅の表面部位での形成を抑
制し、上記のように電気的なコンタクトを容易とする。
　例えば、銅チタン合金を表面層とし、銅合金内部を希薄合金（合金元素が３ａｔ％以下
の銅合金）とする２層構成の銅合金膜では、銅に対し、チタンが１０ａｔ％を超えてくる
と、ウエットエッチング時のエッチングレートが遅くなる。この場合、チタンリッチな表
面部位の銅合金膜が庇状に残ってしまうエッチング不良につながる。
　銅インジウム合金では、合金元素の量が、その銅合金膜の膜厚方向に異なるように分布
していてもこのようなエッチング不良を生じにくい。インジウムの銅合金の添加量が０．
５ａｔ％～４０ａｔ％である銅インジウム合金は、およそ５００℃までの耐熱性を備える
ので、例えば、ＩＧＺＯをチャネル層とする薄膜トランジスタを具備するアレイ基板の、
３５０℃から５００℃の範囲のアニール処理には十分対応できる。アレイ基板２３の金属
配線４０を、銅インジウム合金で形成することができる。
【００９３】
　本実施形態において、透明電極パターン６は、タッチセンシング時には検出電極として
用い、液晶駆動時には、画素電極２５との間で液晶を駆動する電圧が印加される共通電極
として用いる。タッチセンシング時に、それぞれ検出電極は、同電位である共通電位とし
、例えば、導電性の筐体に接続して“グランド電位”としても良い。タッチセンシング駆
動と液晶駆動は異なるタイミングで、時分割でそれぞれ行うことができる。
【００９４】
（第４実施形態）
　次に、本発明の第４実施形態について図１８および図１９を参照しながら説明するが、
前記実施形態と同一の部位には同一の符号を付してその説明は省略し、異なる点について
のみ説明する。
　図１８に示すように、本実施形態の表示部１１２は、カラーフィルタ（Ｒ、Ｇ、Ｂ）を
具備する液晶表示装置用基板２２Ｂと、液晶層２４と、アレイ基板２３Ｂとを備える。
【００９５】
　液晶表示装置用基板２２Ｂが有する透明電極パターン６の第２の透明基板２０に対向す
る面には、凹部６ａが形成されている。凹部６ａは、積層方向Ｚに見た平面視で、画素開
口部４ａの第１方向Ｘの中央部に重なる透明電極パターン６の位置に形成されている。凹
部６ａは、第２方向Ｙに延びている。凹部６ａは、例えば、透明樹脂層５の形成に用いる
樹脂材料をアルカリ可溶な感光性樹脂として、周知のフォトリソグラフィの手法で形成で
きる。凹部６ａに対向する位置に配置された液晶層２４の液晶分子２４ａ～２４ｌは、応
答が高速化する。
　液晶表示装置用基板２２Ｂは、透明電極パターン６と液晶層２４との間に配向膜７１を
有している。
　符号を省略した画素は、平面視で、多角形状に形成された画素開口部２ａの側辺と平行
であり画素を２分する中央線Ｍに対して線対称である。
【００９６】
　アレイ基板２３Ｂは、アレイ基板２３の画素電極２５に代えて、各画素に対応する一対
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の画素電極２５ａ、２５ｂ、補助容量電極５６ａ、５６ｂ、および配向膜７２を備える。
　画素電極２５ａ、２５ｂ、および補助容量電極５６ａ、５６ｂは、中央線Ｍに対してそ
れぞれ線対称に配置されている。補助容量電極５６ａ、５６ｂは、複数の液晶層２４の中
で最も液晶層２４に近い絶縁層２８である絶縁層２８ａの画素電極２５ａ、２５ｂとは反
対側に配置される。すなわち、補助容量電極５６ａ、５６ｂは、積層方向Ｚにおいて、画
素電極２５ａ、２５ｂよりも液晶層２４から離れた位置に絶縁層２８ａを介して形成され
ている。
【００９７】
　積層方向Ｚに平行に見たときに、補助容量電極５６ａの重畳部（一部）Ｒ６が画素電極
２５ａと重なり、補助容量電極５６ａのはみ出し部（残部）Ｒ７が画素電極２５ａと重な
らない。同様に、積層方向Ｚに平行に見たときに、補助容量電極５６ｂの重畳部（一部）
Ｒ８が画素電極２５ｂと重なり、補助容量電極５６ｂのはみ出し部（残部）Ｒ９が画素電
極２５ｂと重ならない。補助容量電極５６ａのはみ出し部Ｒ７、および補助容量電極５６
ｂのはみ出し部Ｒ９の第１方向Ｘの長さ（はみ出し量）は、例えば、およそ１μｍから６
μｍなどのように小さくてもよい。はみ出し部Ｒ７、Ｒ９のはみ出し量は、液晶材料、駆
動条件、液晶層２４の厚さなどに応じて適宜調整可能である。
　中央線Ｍに対して、画素電極２５ａよりも補助容量電極５６ａの方が離間している。す
なわち、補助容量電極５６ａの重畳部Ｒ６よりもはみ出し部Ｒ７の方が中央線Ｍから離間
している。
【００９８】
　補助容量電極５６ａ、５６ｂは、液晶表示装置用基板２２Ｂに具備される透明電極パタ
ーン６と同じ定電位である共通電位あるいはグランドとすることができる。あるいは、画
素電極２５ａ、２５ｂに液晶駆動電圧を印加するときに、補助容量電極５６ａ、５６ｂを
この液晶駆動電圧と異なる電位、あるいは逆方向（正、負が逆）の電位とすることができ
る。
　透明電極パターン６は定電位であるため、補助容量電極５６ａ、５６ｂに異なる電位を
短時間、印加することで、液晶の焼きつき防止、あるいは、液晶応答の高速化に利用する
ことができる。
【００９９】
　画素電極２５ａと補助容量電極５６ａの重畳部Ｒ６との間、および画素電極２５ｂと補
助容量電極５６ｂの重畳部Ｒ８との間には、それぞれ補助容量が形成される。
　絶縁層２８の間における積層方向Ｚに見たときに凹部６ａに重なる位置には、遮光パタ
ーン７３が設けられている。遮光パターン７３は、信号線４１と同一の材料で形成されて
いる。
　補助容量電極５６ａ、５６ｂおよび画素電極２５ａ、２５ｂは、ともにＩＴＯなど透明
導電膜で形成する。画素電極２５ａ、２５ｂは、図示していない薄膜トランジスタ４５と
電気的に接続され、薄膜トランジスタ４５を介して液晶駆動電圧が印加される。
【０１００】
　液晶層２４の液晶分子２４ａ～２４ｌは、負の誘電率異方性を持つとした。図１８にお
いて、液晶分子２４ａ～２４ｌは、画素電極２５ａ、２５ｂに電圧が印加されていない初
期配向状態を示している。
　配向膜７１、７２は、液晶分子２４ａ～２４ｌの長手方向を、積層方向Ｚから補助容量
電極５６ａ、５６ｂが画素電極からずれる方向に（第１の透明基板１０に近い端部が中央
線Ｍから離間するように）傾斜させるように、液晶分子にプレチルト角θを付与する。
　表示部１１２は、通常の表示部と同様に、偏光板、位相差板などを備えるが、この図１
８では図示を省略している。
　なお、表示部１１２は、偏光板に貼り合わせた、１枚から３枚の位相差板を備えるとし
てもよい。
　本実施形態の以下の記載では、補助容量電極５６ａ、５６ｂを透明電極パターン６と同
電位の共通電極として用いる場合を説明する。
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【０１０１】
　配向膜７１、７２は、液晶分子２４ａ～２４ｌを積層方向Ｚから、補助容量電極５６ａ
、５６ｂが画素電極２５ａ、２５ｂからはみ出る方向へ傾斜させるよう、かつ、中央線Ｍ
に対して線対称となるようにプレチルト角θを付与している。配向膜７２は、少なくとも
、画素電極２５ａ、２５ｂの表面と液晶層２４との間に形成される。
　本実施形態の表示部１１２は、例えば、液晶表示装置用基板２２Ｂとアレイ基板２３Ｂ
とを液晶層２４を介して貼り合わせることにより形成される。配向処理では、画素電極２
５ａ、２５ｂに液晶駆動電圧（例えば、１Ｖから２０Ｖの交流又は直流の電圧）を印加し
ながら、垂直配向の配向膜７１、７２に光などの電磁波を照射し、プレチルト角θを付与
することができる。配向処理に用いる光は、偏光でもよく、非偏光でもよい。
【０１０２】
　本実施形態において、プレチルト角θは、基板面の法線方向（積層方向Ｚ）を０°とし
、この法線方向からの角度を表す。なお、プレチルト角θは、例えば、Ｊｏｕｒｎａｌ　
ｏｆ　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ，　Ｖｏｌ．４８　Ｎｏ．５，　ｐ．１７８３－
１７９２（１９７７）に記載されているクリスタルローテーション法などによって測定可
能である。
【０１０３】
　画素電極２５ａ、２５ｂに液晶駆動電圧が印加されると、図１９に示すように、画素電
極２５ａ、２５ｂと補助容量電極５６ａ、５６ｂ（より詳しくは、はみ出し部Ｒ７、Ｒ９
）との間には、電気力線Ｌ９で表現される電場が形成される。同時に、画素電極２５ａ、
２５ｂと透明電極パターン６との間に垂直方向や斜め方向の電気力線Ｌ１０で表現される
電場が形成される。液晶分子２４ａ～２４ｆは、こうした斜め方向の電場に基づいて、第
１方向Ｘのうちの一方である動作方向Ｄ１に傾斜する。より詳しく説明すると、液晶駆動
電圧が印加された直後に液晶分子２４ａ、２４ｂ、２４ｆが傾斜し、傾斜した液晶分子２
４ａ、２４ｂ、２４ｆの影響を受けるとすぐに、液晶分子２４ｃ～２４ｅは動作方向Ｄ１
に倒れる。
【０１０４】
　液晶分子２４ｇ～２４ｌは、動作方向Ｄ１とは反対の動作方向Ｄ２に傾斜する。実効的
に強い電場にある液晶分子２４ａ、２４ｌは、もっとも早く動作し、液晶表示を高速化す
るためのトリガーとなる。斜め電界にある液晶分子２４ｂ～２４ｆ、２４ｇ～２４ｋも、
液晶分子２４ａ、２４ｌと同様に、高速に動作する。液晶分子２４ｂ～２４ｆ、２４ｇ～
２４ｋが、液晶分子２４ａ、２４ｌと協調して動作することで、液晶表示が高速化する。
【０１０５】
　本実施形態のように斜め電界により液晶分子２４ａ～２４ｌを傾斜させることで、小さ
なプレチルト角θを持つ液晶分子２４ａ～２４ｌであっても実質的には大きなプレチルト
角を持つように駆動させることができる。したがって、斜め電界により液晶分子２４ａ～
２４ｌを傾斜させることにより、液晶表示の高速化を実現することができる。
　例えば、斜め電界により液晶分子２４ａ～２４ｌを傾斜させることにより、およそ０．
１°から０．９°の範囲の小さなプレチルト角θであっても液晶分子２４ａ～２４ｌを高
速に動作させることができる。なお、垂直配向の液晶表示において、プレチルト角の大き
な液晶分子は倒れやすいが、大きいプレチルト角を持つために黒表示のときでも光漏れが
ありコントラストが低下する傾向にある。
【０１０６】
　なお、本実施形態において、タッチ電極である黒色電極４と透明電極パターン６を用い
たタッチセンシングは、その構成および駆動手段について、前記の第１実施形態などと同
様であるので、説明を省いた。
【０１０７】
　以上、本発明の第１実施形態および第４実施形態について図面を参照して詳述したが、
具体的な構成はこの実施形態に限られず、本発明の要旨を逸脱しない範囲の構成の変更、
組み合わせ、削除等も含まれる。さらに、各実施形態で示した構成のそれぞれを適宜組み
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　例えば、前記第１実施形態から第４実施形態では、薄膜トランジスタ４５が酸化物半導
体をチャネル層に用いる薄膜トランジスタであるとしたが、シリコン半導体をチャネル層
に用いる薄膜トランジスタであってもよい。
【０１０８】
　液晶表示装置の液晶駆動方式を垂直配向（ＶＡ）方式であるとしたが、これに限られな
い。液晶表示装置の液晶駆動方式は、これ以外に、例えば、ＨＡＮ（Ｈｙｂｒｉｄ－ａｌ
ｉｇｎｅｄ　Ｎｅｍａｔｉｃ）、ＴＮ（Ｔｗｉｓｔｅｄ　Ｎｅｍａｔｉｃ）、ＯＣＢ（Ｏ
ｐｔｉｃａｌｌｙ　Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｅｄ　Ｂｅｎｄ）、ＣＰＡ（Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕ
ｓ　Ｐｉｎｗｈｅｅｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）、ＥＣＢ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｃ
ｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ）、ＴＢＡ（Ｔｒａｎｓｖｅｒｓｅ　
Ｂｅｎｔ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）などの縦電界方式や斜め電界方式を適宜選択して用いる
ことができる。
　黒色電極４すなわち金属層パターン２が走査電極であって、透明電極パターン６が検出
電極であるとした。
　しかし、透明電極パターン６が走査電極であって、黒色電極が検出電極であるというよ
うに、駆動電極と検出電極との役割を入れ替えて用いてもよい。あるいは、それぞれの形
成方向を９０度入れ替えた直交配置としても良い。
【符号の説明】
【０１０９】
１　第１の光吸収性樹脂層パターン
１ａ、２ａ、３ａ　画素開口部（開口部）
２　金属層パターン
３　第２の光吸収性樹脂層パターン
５　透明樹脂層
６　透明電極パターン
１０　第１の透明基板
１０ａ　主面（面）
１６　補助導体
２２、２２Ａ、２２Ｂ　液晶表示装置用基板（表示基板）
２３、２３Ｂ　アレイ基板
２４　液晶層
２５、２５ａ、２５ｂ　画素電極
２８、２８ａ　絶縁層
４０　金属配線
４５　薄膜トランジスタ
４６　チャネル層
５６ａ、５６ｂ　補助容量電極
１００　液晶表示装置
１１０、１１１、１１２　表示部
１２０　制御部
Ｂ　青画素
Ｇ　緑画素
Ｒ　赤画素
Ｒ６、Ｒ８　重畳部（一部）
Ｒ７、Ｒ９　はみ出し部（残部）
Ｘ　第１方向
Ｙ　第２方向
Ｚ　積層方向
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【図８】 【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】
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【図１９】

【手続補正書】
【提出日】平成26年8月20日(2014.8.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
液晶表示装置であって、
　表示基板と液晶層とアレイ基板とがこの順で積層された表示部と、
　前記表示部及びタッチセンシング機能を制御する制御部と、
　を備え、
　前記表示基板は、第１の透明基板の前記液晶層に対向する面に、開口部が形成された複
数の第１の光吸収性樹脂層パターンと、開口部が形成された複数の金属層パターンと、開
口部が形成された複数の第２の光吸収性樹脂層パターンと、透明樹脂層と、電気的に独立
した複数の透明電極パターンとがこの順で積層され、
　複数の前記第１の光吸収性樹脂層パターン、複数の前記金属層パターンおよび複数の前
記第２の光吸収性樹脂層パターンは、前記表示基板、前記液晶層および前記アレイ基板が
積層された積層方向に見たときに、互いに等しい画線幅を有し、かつ、同一形状に形成さ
れて重なり、
　複数の前記金属層パターンは、互いに絶縁された状態で前記積層方向に直交する第１方
向に並べて配置され、
　複数の前記透明電極パターンは、互いに絶縁された状態で前記積層方向および前記第１
方向にそれぞれ直交する第２方向に並べて配置され、
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　それぞれの前記金属層パターンは、銅を主材とする合金層および銅層の少なくとも一方
を有し、
　前記アレイ基板は、第２の透明基板の前記液晶層に対向する面に、画素電極、薄膜トラ
ンジスタ、金属配線、および複数層の絶縁層を有し、
　前記液晶層が有する液晶分子は、負の誘電率異方性を持ち、
　前記液晶分子の初期配向方向は、垂直方向であり、
　前記液晶層は、前記透明電極パターンを有する透明電極と前記画素電極との間の縦電界
で駆動され、
　前記タッチセンシング機能において、前記透明電極は、高抵抗体を介在させて接地して
定電位を有する検出電極であり、複数の前記金属層パターンは、駆動電極であり、複数の
前記透明電極パターンと複数の前記金属層パターンの間にタッチ駆動電圧が印加され、複
数の前記金属層パターンと複数の前記透明電極パターンと間の静電容量の変化が検出され
、
　定電位である前記透明電極と前記画素電極との間に印加される液晶駆動電圧の周波数と
、前記タッチ駆動電圧の周波数とが異なる液晶表示装置。
【請求項２】
前記アレイ基板は、前記画素電極と、前記画素電極と接する前記絶縁層を介して、前記液
晶層とは反対側に配置される補助容量電極とを具備し、
　前記補助容量電極は、平面視において前記画素電極との重畳部と、前記補助容量電極の
前記画素電極からのはみ出し部を形成し、
　前記重畳部と前記はみ出し部は、前記開口部を２分する中央線から線対称に配置され、
　前記補助容量電極には、前記液晶駆動電圧と異なる電圧が印加される請求項１に記載の
液晶表示装置。
【請求項３】
前記薄膜トランジスタは、ガリウム、インジウム、亜鉛、錫、ゲルマニウムのうちの２種
以上の金属酸化物を含むチャネル層を備える請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
それぞれの前記金属層パターンは、複数の層で構成され、
　複数の前記層の少なくとも１つが前記合金層である請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
それぞれの前記金属層パターンは前記合金層を有し、
　前記合金層に含まれる合金元素が、マグネシウム、カルシウム、チタン、モリブデン、
インジウム、錫、亜鉛、アルミニウム、ベリリウム、ニッケルから選択される１以上の元
素である請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
それぞれの前記金属層パターンは、複数の層で構成され、
　複数の前記層のうち最も前記第２の透明基板に近い層が、銅インジウム合金層である請
求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
複数の前記透明電極パターン上に、抵抗率が前記透明電極パターンの抵抗率よりも小さい
補助導体が具備されている請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
前記第１の光吸収性樹脂層パターンの前記開口部、前記金属層パターンの前記開口部およ
び前記第２の光吸収性樹脂層パターンの前記開口部には、赤層で形成された赤画素、緑層
で形成された緑画素、および青層で形成された青画素のいずれかが具備され、
　これら赤画素、緑画素および青画素は、前記積層方向において複数の前記金属層パター
ンと前記透明樹脂層との間に挿入され、かつ、前記積層方向に見たときにそれぞれが隣接
して配設される請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項９】
（削除）
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【手続補正書】
【提出日】平成27年9月29日(2015.9.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液晶表示装置であって、
　表示基板と液晶層とアレイ基板とがこの順で積層された表示部と、
　前記表示部及びタッチセンシング機能を制御する制御部と、
を備え、
　前記表示基板は、第１の透明基板の前記液晶層に対向する面に、開口部が形成された複
数の第１の光吸収性樹脂層パターンと、開口部が形成された複数の金属層パターンと、開
口部が形成された複数の第２の光吸収性樹脂層パターンと、透明樹脂層と、電気的に独立
した複数の透明電極パターンとがこの順で積層され、
　複数の前記第１の光吸収性樹脂層パターン、複数の前記金属層パターンおよび複数の前
記第２の光吸収性樹脂層パターンは、それぞれの画線幅方向における端面が前記表示基板
にほぼ垂直な面に互いにそろって形成されており、前記表示基板、前記液晶層および前記
アレイ基板が積層された積層方向に見たときに、互いに等しい画線幅を有し、かつ、同一
形状に形成されて重なり、
　複数の前記金属層パターンは、前記表示基板上に、端子部の領域を持ち、
　前記端子部は、前記第２の光吸収性樹脂層パターンが除去され、前記金属層パターン上
に前記透明電極パターンの導電膜による端子カバーが積層され、
　複数の前記金属層パターンは、互いに絶縁された状態で前記積層方向に直交する第１方
向に並べて配置され、
　複数の前記透明電極パターンは、互いに絶縁された状態で前記積層方向および前記第１
方向にそれぞれ直交する第２方向に並べて配置され、
　それぞれの前記金属層パターンは、銅を主材とする合金層および銅層の少なくとも一方
を有し、
　前記アレイ基板は、第２の透明基板の前記液晶層に対向する面に、画素電極、薄膜トラ
ンジスタ、金属配線、および複数層の絶縁層を有し、
　前記液晶層が有する液晶分子は、負の誘電率異方性を持ち、
　前記液晶分子の初期配向方向は、垂直方向であり、
　前記液晶層は、前記透明電極パターンを有する透明電極と前記画素電極との間の縦電界
で駆動され、
　前記タッチセンシング機能において、前記透明電極は、高抵抗体を介在させて接地して
定電位を有する検出電極であり、複数の前記金属層パターンは、駆動電極であり、複数の
前記透明電極パターンと複数の前記金属層パターンとの間にタッチ駆動電圧が印加され、
複数の前記金属層パターンと複数の前記透明電極パターンと間の静電容量の変化が検出さ
れ、
　定電位である前記透明電極と前記画素電極との間に印加される液晶駆動電圧の周波数と
、前記タッチ駆動電圧の周波数とが異なることによって、液晶駆動とタッチセンシング駆
動とが時分割せずに行われる液晶表示装置。
【請求項２】
　前記アレイ基板は、前記画素電極と、前記画素電極と接する前記絶縁層を介して、前記
液晶層とは反対側に配置される補助容量電極とを具備し、
　前記補助容量電極は、平面視において前記画素電極との重畳部と、
　前記補助容量電極の前記画素電極からのはみ出し部を形成し、
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　前記重畳部と前記はみ出し部は、前記開口部を２分する中央線から線対称に配置され、
　前記補助容量電極には、前記液晶駆動電圧と異なる電圧が印加される請求項１に記載の
液晶表示装置。
【請求項３】
　前記薄膜トランジスタは、ガリウム、インジウム、亜鉛、錫、ゲルマニウムのうちの２
種以上の金属酸化物を含むチャネル層を備える請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　それぞれの前記金属層パターンは、複数の層で構成され、
　複数の前記層の少なくとも１つが前記合金層である請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　それぞれの前記金属層パターンは前記合金層を有し、
　前記合金層に含まれる合金元素が、マグネシウム、カルシウム、チタン、モリブデン、
インジウム、錫、亜鉛、アルミニウム、ベリリウム、ニッケルから選択される１以上の元
素である請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　それぞれの前記金属層パターンは、複数の層で構成され、
　複数の前記層のうち最も前記第２の透明基板に近い層が、銅インジウム合金層である請
求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　複数の前記透明電極パターン上に、抵抗率が前記透明電極パターンの抵抗率よりも小さ
い補助導体が具備されている請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　複数の前記透明電極パターン上に、抵抗率が前記透明電極パターンの抵抗率よりも小さ
い補助導体が具備されている請求項１に記載の液晶表示装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　上記課題を解決するために、この発明は以下の手段を提案している。
　本発明の一態様の液晶表示装置であって、液晶表示装置であって、表示基板と液晶層と
アレイ基板とがこの順で積層された表示部と、前記表示部及びタッチセンシング機能を制
御する制御部と、を備え、前記表示基板は、第１の透明基板の前記液晶層に対向する面に
、開口部が形成された複数の第１の光吸収性樹脂層パターンと、開口部が形成された複数
の金属層パターンと、開口部が形成された複数の第２の光吸収性樹脂層パターンと、透明
樹脂層と、電気的に独立した複数の透明電極パターンとがこの順で積層され、複数の前記
第１の光吸収性樹脂層パターン、複数の前記金属層パターンおよび複数の前記第２の光吸
収性樹脂層パターンは、それぞれの画線幅方向における端面が前記表示基板にほぼ垂直な
面に互いにそろって形成されており、前記表示基板、前記液晶層および前記アレイ基板が
積層された積層方向に見たときに、互いに等しい画線幅を有し、かつ、同一形状に形成さ
れて重なり、複数の前記金属層パターンは、前記表示基板上に、端子部の領域を持ち、前
記端子部は、前記第２の光吸収性樹脂層パターンが除去され、前記金属層パターン上に前
記透明電極パターンの導電膜による端子カバーが積層され、複数の前記金属層パターンは
、互いに絶縁された状態で前記積層方向に直交する第１方向に並べて配置され、複数の前
記透明電極パターンは、互いに絶縁された状態で前記積層方向および前記第１方向にそれ
ぞれ直交する第２方向に並べて配置され、それぞれの前記金属層パターンは、銅を主材と
する合金層および銅層の少なくとも一方を有し、前記アレイ基板は、第２の透明基板の前
記液晶層に対向する面に、画素電極、薄膜トランジスタ、金属配線、および複数層の絶縁
層を有し、前記液晶層が有する液晶分子は、負の誘電率異方性を持ち、前記液晶分子の初
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期配向方向は、垂直方向であり、前記液晶層は、前記透明電極パターンを有する透明電極
と前記画素電極との間の縦電界で駆動され、前記タッチセンシング機能において、前記透
明電極は、高抵抗体を介在させて接地して定電位を有する検出電極であり、複数の前記金
属層パターンは、駆動電極であり、複数の前記透明電極パターンと複数の前記金属層パタ
ーンとの間にタッチ駆動電圧が印加され、複数の前記金属層パターンと複数の前記透明電
極パターンと間の静電容量の変化が検出され、定電位である前記透明電極と前記画素電極
との間に印加される液晶駆動電圧の周波数と、前記タッチ駆動電圧の周波数とが異なるこ
とによって、液晶駆動とタッチセンシング駆動とが時分割せずに行われる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正書】
【提出日】平成28年4月18日(2016.4.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液晶表示装置であって、
　表示基板と液晶層とアレイ基板とがこの順で積層された表示部と、
　前記表示部及びタッチセンシング機能を制御する制御部と、
を備え、
　前記表示基板は、第１の透明基板の前記液晶層に対向する面に、開口部が形成された複
数の第１の光吸収性樹脂層パターンと、開口部が形成された複数の金属層パターンと、開
口部が形成された複数の第２の光吸収性樹脂層パターンと、透明樹脂層と、電気的に独立
した複数の透明電極パターンとがこの順で積層され、
　複数の前記第１の光吸収性樹脂層パターン、複数の前記金属層パターンおよび複数の前
記第２の光吸収性樹脂層パターンは、それぞれの画線幅方向における端面が前記表示基板
にほぼ垂直な面に互いにそろって形成されており、前記表示基板、前記液晶層および前記
アレイ基板が積層された積層方向に見たときに、互いに等しい画線幅を有し、かつ、同一
形状に形成されて重なり、
　複数の前記金属層パターンは、前記表示基板上に、端子部の領域を持ち、
　前記端子部は、前記第２の光吸収性樹脂層パターンが除去され、前記金属層パターン上
に前記透明電極パターンの導電膜による端子カバーが積層され、
　複数の前記金属層パターンは、互いに絶縁された状態で前記積層方向に直交する第１方
向に並べて配置され、
　複数の前記透明電極パターンは、互いに絶縁された状態で前記積層方向および前記第１
方向にそれぞれ直交する第２方向に並べて配置され、
　それぞれの前記金属層パターンは、銅を主材とする合金層および銅層の少なくとも一方
を有し、
　前記アレイ基板は、第２の透明基板の前記液晶層に対向する面に、画素電極、薄膜トラ
ンジスタ、金属配線、および複数層の絶縁層を有し、
　前記液晶層が有する液晶分子は、負の誘電率異方性を持ち、
　前記液晶分子の初期配向方向は、垂直方向であり、
　前記液晶層は、前記透明電極パターンを有する透明電極と前記画素電極との間の縦電界
で駆動され、
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　前記タッチセンシング機能において、前記透明電極は、高抵抗体を介在させて接地して
定電位を有する検出電極であり、複数の前記金属層パターンは、駆動電極であり、複数の
前記透明電極パターンと複数の前記金属層パターンとの間にタッチ駆動電圧が印加され、
複数の前記金属層パターンと複数の前記透明電極パターンと間の静電容量の変化が検出さ
れ、
　定電位である前記透明電極と前記画素電極との間に印加される液晶駆動電圧の周波数と
、前記タッチ駆動電圧の周波数とが異なることによって、液晶駆動とタッチセンシング駆
動とが時分割せずに行われる液晶表示装置。
【請求項２】
　前記アレイ基板は、前記画素電極と、前記画素電極と接する前記絶縁層を介して、前記
液晶層とは反対側に配置される補助容量電極とを具備し、
　前記補助容量電極は、平面視において前記画素電極との重畳部と、
　前記補助容量電極の前記画素電極からのはみ出し部を形成し、
　前記重畳部と前記はみ出し部は、前記開口部を２分する中央線から線対称に配置され、
　前記補助容量電極には、前記液晶駆動電圧と異なる電圧が印加される請求項１に記載の
液晶表示装置。
【請求項３】
　前記薄膜トランジスタは、ガリウム、インジウム、亜鉛、錫、ゲルマニウムのうちの２
種以上の金属酸化物を含むチャネル層を備える請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　それぞれの前記金属層パターンは、複数の層で構成され、
　複数の前記層の少なくとも１つが前記合金層である請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　それぞれの前記金属層パターンは前記合金層を有し、
　前記合金層に含まれる合金元素が、マグネシウム、カルシウム、チタン、モリブデン、
インジウム、錫、亜鉛、アルミニウム、ベリリウム、ニッケルから選択される１以上の元
素である請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　それぞれの前記金属層パターンは、複数の層で構成され、
　複数の前記層のうち最も前記第２の透明基板に近い層が、銅インジウム合金層である請
求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　複数の前記透明電極パターン上に、抵抗率が前記透明電極パターンの抵抗率よりも小さ
い補助導体が具備されている請求項１に記載の液晶表示装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】削除
【補正の内容】



(38) JP WO2015/129057 A1 2015.9.3

10

20

30

40

【国際調査報告】



(39) JP WO2015/129057 A1 2015.9.3

10

20

30

40



(40) JP WO2015/129057 A1 2015.9.3

10

20

30

40



(41) JP WO2015/129057 A1 2015.9.3

10

20

30

40



(42) JP WO2015/129057 A1 2015.9.3

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｇ０６Ｆ   3/041    (2006.01)           Ｇ０９Ｆ    9/30     ３４９Ｂ        　　　　　
   Ｇ０６Ｆ   3/044    (2006.01)           Ｇ０９Ｆ    9/00     ３６６Ａ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０６Ｆ    3/041    ４１２　        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０６Ｆ    3/044    １２９　        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０６Ｆ    3/041    ５１２　        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０６Ｆ    3/041    ４９０　        　　　　　

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,
BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,H
R,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

(72)発明者  福吉　健蔵
            東京都台東区台東１丁目５番１号　凸版印刷株式会社内
Ｆターム(参考) 2H092 GA62  JA26  JB69  KA08  NA07  QA07  QA09 
　　　　 　　  2H189 HA16  LA28  LA31 
　　　　 　　  2H192 AA24  CB05  CB37  CC32  CC72  DA23  DA43  EA04  EA23  EA43 
　　　　 　　        GB33  GD14  GD61  JA13 
　　　　 　　  5C094 AA06  AA10  AA21  BA03  BA43  DA13  DA15  EA04  EA05  EA10 
　　　　 　　        EB02  ED03  ED20  FA01  FA10  FB12  FB16  FB18  FB19  FB20 
　　　　 　　  5G435 AA02  AA03  AA16  BB12  EE49  FF14  GG12  HH12  HH14  HH15 
　　　　 　　        HH16  HH20 

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。



专利名称(译) 液晶表示装置

公开(公告)号 JPWO2015129057A1 公开(公告)日 2017-03-30

申请号 JP2014531440 申请日 2014-05-26

[标]申请(专利权)人(译) 凸版印刷株式会社

申请(专利权)人(译) 凸版印刷株式会社

[标]发明人 木村幸弘
福吉健蔵

发明人 木村 幸弘
福吉 健蔵

IPC分类号 G02F1/1333 G02F1/1343 G02F1/1368 G09F9/30 G09F9/00 G06F3/041 G06F3/044

CPC分类号 G02F1/13338 G02F1/133512 G02F1/133707 G06F3/0412 G06F3/0443 G02F1/133345 G02F1/13439 
G02F1/1368 G06F3/044

FI分类号 G02F1/1333 G02F1/1343 G02F1/1368 G09F9/30.349.Z G09F9/30.338 G09F9/30.349.B G09F9/00.366.
A G06F3/041.412 G06F3/044.129 G06F3/041.512 G06F3/041.490

F-TERM分类号 2H092/GA62 2H092/JA26 2H092/JB69 2H092/KA08 2H092/NA07 2H092/QA07 2H092/QA09 2H189
/HA16 2H189/LA28 2H189/LA31 2H192/AA24 2H192/CB05 2H192/CB37 2H192/CC32 2H192/CC72 
2H192/DA23 2H192/DA43 2H192/EA04 2H192/EA23 2H192/EA43 2H192/GB33 2H192/GD14 2H192
/GD61 2H192/JA13 5C094/AA06 5C094/AA10 5C094/AA21 5C094/BA03 5C094/BA43 5C094/DA13 
5C094/DA15 5C094/EA04 5C094/EA05 5C094/EA10 5C094/EB02 5C094/ED03 5C094/ED20 5C094
/FA01 5C094/FA10 5C094/FB12 5C094/FB16 5C094/FB18 5C094/FB19 5C094/FB20 5G435/AA02 
5G435/AA03 5G435/AA16 5G435/BB12 5G435/EE49 5G435/FF14 5G435/GG12 5G435/HH12 5G435
/HH14 5G435/HH15 5G435/HH16 5G435/HH20

代理人(译) 铃木史朗

优先权 2014038822 2014-02-28 JP

其他公开文献 JP6020571B2

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明的液晶显示装置（100）包括多个第一光吸收树脂层图案（1），
多个第一光吸收树脂层图案（1）和多个第二光吸收树脂层图案多层第二
光吸收树脂层图案（3），透明树脂层（5）以及多个透明电极图案
（6），所述层图案（2）并且多个第一光吸收树脂层图案（1），多个金
属层图案（2）和多个第二光吸收树脂层图案（3）形成有开口是，形成
在相同的形状在层叠方向观察时，多个金属层图案（2），在由相互绝缘
的状态下的第一方式并且，所述多个透明电极图案以彼此绝缘的状态在
与所述第一方向正交的第二方向上排列配置，所述金属层图案（2）主要
由铜触摸驱动电压和液晶驱动电压的频率不同，以合金层和铜层中的至
少一种为材料，触摸驱动电压和液晶驱动电压的频率不同。
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